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サイプレスはインフィニオン テクノロジーズになりました
この表紙に続く文書には「サイプレス」と表記されていますが、これは同社が最初にこ
の製品を開発したからです。新規および既存のお客様いずれに対しても、引き続きイン
フィニオンがラインアップの一部として当該製品をご提供いたします。

文書の内容の継続性
下記製品がインフィニオンの製品ラインアップの一部として提供されたとしても、それ
を理由としてこの文書に変更が加わることはありません。今後も適宜改訂は行います
が、変更があった場合は文書の履歴ページでお知らせします。
 
注文時の部品番号の継続性
インフィニオンは既存の部品番号を引き続きサポートします。ご注文の際は、データシー
ト記載の注文部品番号をこれまで通りご利用下さい。
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3.0V/1.8V 64M ビット (8M バイト )
HyperRAM™ セルフリフレッシュDRAM

特長

HyperRAM™ ロー シグナル カウント インターフェース

 3.0 V I/O、11 本のバス信号

❐ シングルエンド クロック (CK)
 1.8 V I/O、12 本のバス信号

❐ 差動クロック (CK、CK#)
 チップ セレクト (CS#)
 8 ビット データ バス (DQ[7:0])
 読み出し書き込みデータ ストローブ (RWDS)

❐ 双方向データ ストローブ／マスク
❐ すべてのトランザクションの開始時においてリフレッシュ 
レイテンシを示す出力

❐ 読み出しトランザクション中の読み出しデータ ストローブ
としての出力

❐ 書き込みトランザクション中の書き込みデータ マスクとし
ての入力

 RWDS DCARS タイミング

❐ 読み出しトランザクションの間、RWDS は CK から位相シ
フトされた第 2 のクロックによりオフセットされる。

❐ 位相シフト クロックは、RWDS 遷移エッジを読み出しデー
タのタイミング内に移動するために使用

高性能

 最大 333 MBps
 ダブル データ レート (DDR) － クロック サイクルごとに 2

回のデータ転送

 VCC1.8 V 時、166 MHz クロック レート (333 MBps)
 VCC3.0 V 時、100 MHz クロック レート (200 MBps)
 連続バースト トランザクション

 設定可能なバースト特性

❐ ラップされるバースト長 : 
• 16 バイト (8 クロック )
• 32 バイト (16 クロック )
• 64 バイト (32 クロック )
• 128 バイト (64 クロック )

❐ リニア バースト
❐ ハイブリッド オプション - 1 回のラップ バーストの後にリ
ニア バーストが続く

❐ 各トランザクションでラップ バーストまたはリニア バー
ストの方式を選択可能

❐ 設定可能な出力駆動強度

■ 低消費電力モード
❐ ディープ パワーダウン

 パッケージ 
❐ 24 ボール FBGA

性能要約

読み出しトランザクション タイミング

1.8 V VCC/VCCQ での最大クロック レート 166 MHz

3.0 V VCC/VCCQ での最大クロック レート 100 MHz

最大アクセス時間、 (166 MHz での tACC ) 36 ns

166MHz での最初のワードまでの最大 CS# アクセス時間 ( リフレッシュ レイテンシを除く ) 56 ns

最大消費電流 64 MB 128 MB

バースト読み出し／書き込み 
(166 MHz、1.8 V でのリニア バースト )

60 mA 72 mA

パワー オン リセット 50 mA 100 mA

スタンバイ (CS# = High、3 V、105°C) 300 µA 600 µA

ディープ パワー ダウン (CS# = High、3 V、105°C) 40 µA N/A

スタンバイ (CS# = High、1.8 V、105°C) 300 µA 600 µA

ディープ パワー ダウン (CS# = High、1.8 V、105°C) 20 µA N/A
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論理ブロック図

ブロックダイヤグラム — 64 Mb

ブロックダイヤグラム — 128 Mb
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HyperRAM ブロックダイヤグラム
オプション信号を含めた HyperRAM 接続
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1.  概要

サイプレス 64M ビッ ト HyperRAM™ デバイスは HyperBus インターフェースを備えた高速 CMOS、 セルフリフレッシュ  ダイナ
ミ ック RAM (DRAM) です。 サイプレス 128M ビッ ト HyperRAM™ デバイスは 64M ビッ ト HyperRAM デバイスを 1 つのパッケー
ジにしたデュアルダイスタ ック品です。

ランダム アクセス メモリ  (RAM) アレイは周期的なリフレッシュが必要なダイナミ ック  セルを使用します。デバイス内のリフレッ
シュ制御ロジックは、 RAM が HyperBus インターフェース マスター ( ホスト ) によってアクティブに読み書きされていない時に
RAM アレイ上のリフレッシュ動作を管理します。 ホストがリフレッシュ動作を管理する必要がないため、 ホストからは DRAM ア
レイは、 リフレッシュなしにデータを保持するスタテ ィ ック  セルを使用しているように見えます。 したがって、 メモリは擬似ス
タテ ィ ック RAM (PSRAM) とも見なされます。

読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ン中に DRAM セルをリフレッシュできないため、 内部ロジックによるリフレッシュ動作
が必要となる場合、 ホストは必要な内部ロジックによるリフレッシュをブロックするほど長い読み書きバースト転送を実行しては
いけません。 メモリのリフレッシュ動作が必要となる場合、 ホストはト ランザクシ ョ ンの期間を制限し、 新しいト ランザクシ ョ ン
の始まりに追加の初期アクセス レイテンシを許可する必要があります。

HyperBus は少ない信号数のダブル データ  レート  (DDR) インターフェースで、 高速読み書きスループッ ト を達成します。 DDR プ
ロ ト コルでは、 クロック  サイクルごとに 2 データ  バイ トが DQ 入出力信号上で転送されます。 HyperBus の読み書き ト ランザク
シ ョ ンは、 内部 HyperRAM コア内の一連の 16 ビッ ト幅で 1 クロック  サイクルのデータ転送です。 それぞれの転送は DQ 信号上
の 2 つの対応する 8 ビッ ト幅で 0.5 クロック  サイクルのデータ転送からなります。 すべての入出力は LV-CMOS に準拠します。
注文製品番号 (OPN) デバイス バージョ ンはコア (VCC) と IO バッファ  (VCCQ) の電源電圧として 1.8V または 3.0V ( 定格 ) を使用で
きます。

コマンド、 アドレスとデータ情報は 8 つの HyperBus DQ[7:0] 信号を介して転送されます。 クロックは、 DQ 信号でコマンド、 ア
ドレスまたはデータを受信する際に、 HyperBus スレーブによる情報の取り込みに使用されます。 コマンドまたはアドレス値はク
ロック遷移の中央揃えになっています。

各ト ランザクシ ョ ンは CS# とコマンド  アドレス (CA) 信号のアサートから始まり、 その後に 6 個の CA バイ トを転送するために
クロック遷移が開始します。 その後初期アクセス レイテンシと読み出し／書き込みデータ転送が続いて、 CS# のデアサートで終
了します。

図 1.  読み出し ト ランザクシ ョ ン、 シングル初期レイテンシ カウン ト

読み書きデータ  ストローブ (RWDS) は以下のことを示す双方向信号です :

■ 読み出し ト ランザクシ ョ ンで HyperRAM デバイスからマスター デバイスまでのデータ転送が開始する時点 ( 初期読み出しレイテ
ンシ )

■ 読み出し ト ランザクシ ョ ンでデータが HyperRAM デバイスからマスター デバイスまで転送されている時 ( ソース同期読み出し
データ  ストローブとして )

■ 書き込みト ランザクシ ョ ンでマスター デバイスから HyperRAM デバイスまでのデータ転送が開始する時点 ( 初期書き込みレイテ
ンシ )

■ 書き込みデータ転送中のデータ  マスク

読み書き ト ランザクシ ョ ンの CA 転送部分中、 RWDS は HyperRAM デバイスからの出力として機能し、 ト ランザクシ ョ ンに追加
の初期アクセス レイテンシが必要となるかを示します。

読み出しデータ転送中、 RWDS はデータ値が RWDS の遷移と同時に変化する読み出しデータ  ストローブ信号です。

CS#

CK,CK#
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DQ[7:0]

tRWR=Read Write Recovery t ACC = Access

Latency Count

Command-Address

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Memory drives DQ[7:0] 
and RWDS

RWDS and Data
are edge aligned
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図 2.  読み出し ト ランザクシ ョ ン、 追加のレイテンシ カウン ト

書き込みデータ転送中、 RWDS は各データ  バイ トの転送が RWDS の HIGH でマスクされる ( 無効でメモリ内のバイ ト位置の変更
ができない ) か、 RWDS の LOW でマスクされない ( 有効でメモリに書き込まれる ) かを示します。 データ  マスクはメモリ内の書
き込みデータをバイ トに揃えるか、 または単一のバースト ライ トでワードに揃わない複数書き込みの結合のために、 ホストによっ
て使用されます。 書き込みト ランザクシ ョ ン中は、 データはクロック遷移と中央揃えになります。

図 3.  書き込みト ランザクシ ョ ン、 シングル初期レイテンシ カウン ト

読み書き ト ランザクシ ョ ンはバースト指向で、 クロック  サイクルごとに次の連続的なワードを転送します。 各々の読み書き ト ラ
ンザクシ ョ ンはラップ バーストかリニア バースト  シーケンスで行えます。
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図 4.  リニア バースト  シーケンス対ラップ バースト  シーケンス

ラップ ト ランザクシ ョ ンでは、 アクセスは選択した位置から開始し、 設定したワード  グループ揃えの境界の終わりまで継続して
から、 グループの開始位置までラップし、 初の開始位置に戻るまで続きます。 ラ ップ バーストは一般的に、 クリテ ィ カルワー
ド優先のキャッシュ  ライン フ ィルの読み出し ト ランザクシ ョ ンに使用されます。 リニア ト ランザクシ ョ ンでは、 アクセスは選択
した位置から開始して、 ト ランザクシ ョ ンが終了する (CS# が HIGH に戻る ) まで順次に継続します。 リニア ト ランザクシ ョ ンは
一般的に、 グラフ ィ ッ ク画像などの大量の隣接データの転送に使用されます。 各ト ランザクシ ョ ン コマンドがそのト ランザク
シ ョ ンのバースト  シーケンスのタイプを選択するため、 必要に応じてラップと リニア バースト  ト ランザクシ ョ ンをダイナミ ック
に混合できます。

4h 5h 6h 7h 8h 9h Ah Bh Ch Dh Eh Fh 10h 11h 12h 13h

4h 5h 6h 7h 8h 9h Ah Bh Ch Dh Eh Fh0h 1h 2h 3h

16 word group alignment boundaries

Initial address = 4h

Linear Burst 

Wrapped Burst 
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2.  製品概要

64M ビッ トおよび 128M ビッ ト HyperRAM デバイスは、 1.8V または 3.0V のコアと I/O がある同期セルフリフレッシュ  ダイナ
ミ ック RAM (DRAM) です。 HyperRAM デバイスはホスト  システムに HyperBus スレーブ インターフェースを提供します。
HyperBus は 8 ビッ ト  (1 バイ ト ) 幅の DDR データ  バスを持ち、 ワード幅 (16 ビッ ト  データ ) のアドレス境界のみを使用します。
読み出し ト ランザクシ ョ ンはクロック  サイクルごとに 16 ビッ ト  ( クロック  エッジごとに 8 ビッ ト ) のデータを提供します。 書き
込みト ランザクシ ョ ンはクロック  サイクルごとに 16 ビッ ト  ( クロック  エッジごとに 8 ビッ ト ) のデータを受理します。

図 5.  HyperRAM インターフェース

読み出しと書き込みト ランザクシ ョ ンはターゲッ ト行アドレスとバースト  タイプを定義するのに 2 クロック  サイクルを要し、 そ
の後初期アクセス レイテンシ tACC を要します。 ト ランザクシ ョ ンのコマンドアドレス (CA) 部分の間 RWDS 信号を HIGH に駆動
することで、 メモリは必要なリフレッシュ時間 (tRFH) に対する追加のレイテンシが初期レイテンシに挿入されるかを示します。
CA 期間中の 3 番目のクロック  サイクルでターゲッ ト行内のターゲッ ト  ワード  アドレスが指定されます。 読み出し  ( または書き込
み ) ト ランザクシ ョ ン中、 初期のデータ値が出力 ( 入力 ) された後、 後続のクロック  サイクルで追加のデータはラップまたはリニ
ア シーケンスに従って行から読み出されます ( 行に書き込まれます )。 リニア バースト  モードに設定した場合、デバイスは連続リ
ニア バースト をサポートするために自動的にメモリ  アレイから次のシーケンシャル行をフェ ッチします。 読み出しまたは書き込
みデータ転送が進行中に同時にアレイ内の次の行にアクセスすると、 333MBps の持続データ速度を実現できるリニア シーケン
シャル バースト を実行できます (1 バイ ト  (8 ビッ ト  データ  バス ) * 2 ( データ  クロック  エッジ ) * 166MHz = 333MBps)。

CS#

CK#
CK

DQ[7:0]
RWDS

VSS
VSSQ

VCC
VCCQ

RESET#
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3.  HyperRAM 信号の説明

3.1  入出力の要約

表 1 に HyperRAM 信号を示します。 アクテ ィブ LOW の信号名の末尾にはハッシュ記号 (#) が付いています。

表 1.  入出力の要約 

記号 種類 説明

CS# マスター出力、 スレーブ入力
チップ セレク ト。バス ト ランザクシ ョ ンは HIGH から LOW への移行で開始。バス ト
ランザクシ ョ ンは LOW から HIGH への移行で終了。 マスター デバイスは各スレーブ
用に個別の CS# を用意

CK、 CK# マスター出力、 スレーブ入力

差動クロック。 コマンド、 アドレスとデータ情報は CK と CK# 信号の交差に対してタ
イ ミングが定義される出力。 差動クロックは 1.8VI/O のデバイスで使用される
シングルエンド  クロック。 3.0V のデバイスでは CK# は使用されず、 シングルエンド
CK のみが使用される。
クロックがフリー ランニングである必要はない

DQ[7:0] 入力／出力
データの入力／出力。 コマンド、 アドレスおよびデータ情報は読み出しと書き込みト
ランザクシ ョ ン中にこれらの信号上に転送される

RWDS 入力／出力

読み出し／書き込みデータ  ストローブ。 すべてのバス ト ランザクシ ョ ンのコマンド／ア
ドレス部分の間は RWDS がスレーブ出力であり、 追加の初期レイテンシが必要かど
うかを示す。 読み出しデータ転送中はスレーブ出力となり、 データは RWDS と タイ
ミングエッジが揃う。 書き込みト ランザクシ ョ ンのデータ転送中はスレーブ入力とな
り、 データ  マスクとして機能。
(HIGH = 追加のレイテンシ有り ； LOW = 追加のレイテンシ無し )

RESET# マスター出力、 スレーブ入力、
内部プルアップ

ハードウェア リセッ ト。 LOW の時、 スレーブ デバイスは自己初期化してスタンバイ
状態に戻る。 RESET# が LOW の時、 RWDS と DQ[7:0] は High-Z 状態に移る。 ス
レーブ RESET# 入力は弱プルアップを含み、 RESET# が未接続にされると、 HIGH 状
態にプルアップされる

VCC 電源 電源

VCCQ 電源 入力／出力電源

VSS 電源 グランド

VSSQ 電源 入力／出力グランド

RFU 未接続
予約。 内部での接続または非接続に関わらず、 この信号 / 端子は未接続のままにして
ください。 また将来的な互換性のために PCB ルーティングチャネルで使用しないで
ください。 この信号 / 端子は将来的に使用される可能性があります。
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3.2  コマンド／アドレス ビッ トの割り当て

すべての HyperRAM バス ト ランザクシ ョ ンは読み出しと書き込みの 2 種類に分けられます。 バス ト ランザクシ ョ ンはクロックが
アイドル状態 (CK=LOW で CK#=HIGH) の状態の CS# の LOW への遷移でスタート します。 初の 3 クロック  サイクルでは、 3
ワードのコマンド／アドレス (CA0、 CA1、 CA2) 情報が転送されて、 ト ランザクシ ョ ンの特性を定義します。 コマンド／アドレス 
ワードは 初の 6 つのクロック  エッジを使用して DDR タイ ミングで示されます。 以下の特性はコマンド／アドレス情報で定義さ
れます :

■ 読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ン

■ アドレス空間 : メモリ  アレイ空間またはレジスタ空間

❐ レジスタ空間は、 デバイスの特性を識別し、 HyperBus インターフェースでの読み書き転送のスレーブ固有の動作を決定する
するデバイス識別 (ID) レジスタとコンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ  (CR) にアクセスするために使用されます。

■ ト ランザクシ ョ ンは、 リニア バースト  シーケンスまたはラップ バースト  シーケンスのどちらを使用するか。

■ 対象の行 ( およびハーフページ ) アドレス ( 上位アドレス )

■ 対象の列 ( ハーフページ内のワード ) アドレス ( 下位アドレス )

図 6.  コマンドアドレスのシーケンス [1, 2, 3]

表 2.  DQ 信号に対するコマンドアドレス ビッ トの割り当て

信号 CA0[47:40] CA0[39:32] CA1[31:24] CA1[23:16] CA2[15:8] CA2[7:0]
DQ[7] CA[47] CA[39] CA[31] CA[23] CA[15] CA[7]
DQ[6] CA[46] CA[38] CA[30] CA[22] CA[14] CA[6]
DQ[5] CA[45] CA[37] CA[29] CA[21] CA[13] CA[5]
DQ[4] CA[44] CA[36] CA[28] CA[20] CA[12] CA[4]
DQ[3] CA[43] CA[35] CA[27] CA[19] CA[11] CA[3]
DQ[2] CA[42] CA[34] CA[26] CA[18] CA[10] CA[2]
DQ[1] CA[41] CA[33] CA[25] CA[17] CA[9] CA[1]
DQ[0] CA[40] CA[32] CA[24] CA[16] CA[8] CA[0]

CS#

CK# ,  CK

DQ[7:0] CA0[47:40] CA0[39:32] CA1[31:24] CA1[23:16] CA2[15:8] CA2[7:0]

注 :
1. 図に HyperBus 上のすべてのト ランザクシ ョ ンの初期の 3 クロッ ク  サイクルを示します。
2. 差動クロックの CK# は破線の波形で示されます。
3. コマンドアドレス情報は読み出しと書き込みト ランザクシ ョ ンの両方の間にクロックと 「中央揃え」 となります。
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注 :
4. 行は内部メモリ  アレイ構造に関連するワードのグループであり、 行の境界を越える時に追加のレイテンシが RWDS によって挿入されることがあります。 これは

デバイスに依存する動作であり、 詳細については各 HyperBus デバイスのデータシート をご参照ください。 また、 行数は HyperRAM メモリ用の分散リフレッシュ
間隔の計算に使用できます。

5. ページは 16 ワード  (32 バイ ト ) 長の、 デバイスの内部読み出しまたは書き込みアクセスに揃ったユニッ トであり、 ページの境界を越える時に追加のレイテンシが
RWDS によって挿入されることがあります。 これはデバイスに依存する動作であり、 詳細については各 HyperBus デバイスのデータシート をご参照く ださい。

6. 列アドレスはバースト  ト ランザクシ ョ ンが開始する行内のワード位置を選択します。 列アドレスは上位部分と下位部分に分けられています。 上位部分は 8 ワード  
(16 バイ ト ) ハーフページを選択し、 下位部分は読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ン バーストが開始するハーフページ内のワードを選択します。

7. 行と上位列 ( ハーフ  ページ ) アドレス ビッ トがスレーブ インターフェースによって取り込まれると、 初期読み出しアクセス時間が開始します。 連続リニア読み出
しバーストはメモリ  デバイスが内部で 16 バイ トのハーフページにアクセスをインターリーブすることで有効になります。

8. HyperBus プロ ト コル アドレス空間の境界について以下を仮定します :
29 の行と上位列アドレス ビッ ト
3 の下位列アドレス ビッ ト
各アドレスが 1 ワード幅 (16 ビッ ト  = 2 バイ ト ) のデータ値を選択。
29+3=32 アドレス ビッ ト =4G アドレスをサポートする 8G バイ ト  (64G ビッ ト ) の 大アドレス空間
列アドレスの将来の拡張で 29 の行と上位列 +16 の下位列アドレス ビッ ト =35 テラワード =70 テラバイ トのアドレス空間が可能です。

図 7.  読み出し ト ランザクシ ョ ン中のデータ配置 [9, 10, 11, 12, 13]

表 3.  コマンド／アドレス ビッ トの割り当て [4, 5, 6, 7, 8]

CA ビッ ト # ビッ ト名 ビッ ト機能

47 R/W#
ト ランザクシ ョ ンを読み出しまたは書き込みとして識別。
R/W#=1 は読み出し ト ランザクシ ョ ンを、
R/W#=0 は書き込みト ランザクシ ョ ンを示す

46 アドレス空間 (AS)

読み書き ト ランザクシ ョ ンがメモリ空間またはレジスタ空間のどちらにアクセスするかを示す。
AS=0 はメモリ空間を示す
AS=1 はレジスタ空間を示す
レジスタ空間はデバイス ID とコンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタにアクセスするために使用さ
れる

45 バースト  タイプ
バーストがリニアかラップであるかを示す。
バースト  タイプ =0 はラップ バーストを、
バースト  タイプ =1 はリニア バーストを示す

44 ～ 16 行と上位列アドレス

対象アドレスの行と上位列要素 : システム ワード  アドレス ビッ ト A31 ～ A3。
ホスト  コン ト ローラー マスター インターフェースは、 特定のデバイス容量に使用されない上
位行のアドレス ビッ ト を 0 にセッ トする必要がある。 行のサイズ、 およびそれによる行と列
のアドレス間のアドレス ビッ ト境界はスレーブ デバイスによって異なる

15 ～ 3 予約済み

将来の列アドレス拡張用に予約済み。
予約済みビッ トは、 現時点の HyperBus デバイスではドン トケア ビッ トであるが、 将来の互
換性維持のためにホスト  コン ト ローラー マスター インターフェースによって 0 にセッ トする
必要がある

2 ～ 0 下位列アドレス
対象アドレスの下位列要素 : ハーフ  ページ内の開始ワードを選択するシステム ワード  アドレ
ス ビッ ト A2 ～ 0

CS#

CK# , CK

RWDS

DQ[7:0] Dn A Dn B Dn+1 A Dn+1 B Dn+2 A

注 :
9. 図に HyperBus 上の読み出し ト ランザクシ ョ ンの一部を示します。 差動クロックの CK# は破線の波形で示されます。
10. データは、 読み出し ト ランザクシ ョ ンの間に読み出しデータ  ス ト ローブと して機能する RWDS と 「エッジ揃え」 となります。
11. データは常にフルワード  インク リ メン トで転送されます ( ワード単位の転送 )。
12. ワード  アドレスは各クロック  サイクルでインク リ メン ト します。 各ワードではバイ ト A が RWDS の立ち上がりエッジと立ち下がりエッジの間にあり、 その後

に RWDS の立ち下がりエッジと立ち上がりエッジの間にあるバイ ト B が続きます。
13. 各バイ ト内のデータ  ビッ トは常に上位から下位の順で配置され、 ビッ ト 7 が DQ7 にあり、 ビッ ト 0 が DQ0 にあります。
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表 4.  読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ン中のデータ  ビッ トの配置 

アドレス
空間

バイ ト順
バイ ト
位置

ワード  
データ  
ビッ ト

DQ ビッ ト順

メモリ

ビッグエ
ンディア

ン

A

15 7

データがメモリ空間でアクセスされている時 :
読み出されるかまたは書き込まれる各ワードの 1 番目のバイ トが 「A」 バイ トで、
2 番目のバイ トが 「B」 バイ ト。
A と B バイ ト内のワードのビッ トはデータが書き込まれる方法によって異なる。
ワードの下位アドレス ビッ ト 7 ～ 0 が A バイ ト位置に、 ビッ ト 15 ～ 8 が B バイ
ト位置に書き込まれるかまたはその逆に書き込まれる場合、 これらのビッ トが同
じ順で読み出される。

そのため、 メモリ空間はリ トルエンディアンまたはビッグエンディアンの順で格
納され、 読み出される。

14 6
13 5
12 4
11 3
10 2
9 1
8 0

B

7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

リ トルエ
ンディア

ン

A

7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

B

15 7
14 6
13 5
12 4
11 3
10 2
9 1
8 0
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図 8.  書き込みト ランザクシ ョ ン中のデータ配置 [14, 15, 16, 17]

レジスタ
ビッグエ
ンディア

ン

A

15 7

データがレジスタ空間でアクセスされている時 :
HyperBus 上の読み出し ト ランザクシ ョ ンの間は各クロック  サイクルで 2 バイ トが
転送される。 上位バイ ト A ( ワード [15:8]) は RWDS の立ち上がりエッジと立ち下
がりエッジの間で転送される ( エッジ揃え )。 下位バイ ト B ( ワード [7:0]) は
RWDS の立ち下がりエッジと立ち上がりエッジの間で転送される。

書き込みの間は、 上位バイ ト A ( ワード [15:8]) が CK 立ち上がりエッジで転送さ
れ、 下位バイ ト B ( ワード [7:0]) が CK 立ち下がりエッジで転送される。
したがって、 レジスタがデバイス依存の固定したビッ ト位置と意味の定義を有す
るため、 レジスタ空間は常にビッグ エンディアンの順で読み書きされる

14 6
13 5
12 4
11 3
10 2
9 1
8 0

B

7 7
6 6
5 5
4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

表 4.  読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ン中のデータ  ビッ トの配置 ( 続き )

アドレス
空間

バイ ト順
バイ ト
位置

ワード  
データ  
ビッ ト

DQ ビッ ト順

CS#

CK# , CK

RWDS

DQ[7:0] Dn A Dn B Dn+1 A Dn+1 B Dn+2 A

注 :
14. 図に HyperBus 上の書き込みト ランザクシ ョ ンの一部を示します。
15. 書き込みト ランザクシ ョ ン中は、 データはクロックと 「中央揃え」 となります。
16. 初期レイテンシありの書き込みデータ転送の間、 RWDS はデータ  マスクと して機能します。 アラインされていない 3 バイ トのデータの書き込みの 初と 後の

バイ トのマスクを示します。
17. 初期レイテンシ無しの書き込みデータ転送の間に RWDS はマスターによって駆動されません。 この場合、 データのフルワードが常に書き込まれます。 この場

合、 RWDS がスレーブによって LOW に駆動されるか、 または High-Z 状態のままにされています。



N
ot

 R
ec

om
m

en
de

d 
fo

r N
ew

 D
es

ig
ns

 (N
R

N
D

)

文書番号 : 001-99462 Rev. *D ページ 14 ／ 51

S27KL0641/S27KS0641
S70KL1281/S70KS1281

3.3  読み出し ト ランザクシ ョ ン

HyperBus マスターはクロックがアイ ドルの間に CS# を LOW に駆動することで ト ランザクシ ョ ンを開始します。 その後、 コマン
ドアドレス CA ワードが転送される間にクロックがトルグし始めます。

CA0 では、 CA[47] = 1 は読み出し ト ランザクシ ョ ンが実行されることを示します。 CA[46] = 0 はメモリ空間が、 CA[46] = 1 はレジ
スタ空間が読み出されていることを示します。 CA[45] はバースト  タイプ ( ラップまたはリニア ) を示します。 行と上位列のアドレ
スが CA0 と CA1 (CA[47:16]) に提供され次第、 読み出し ト ランザクシ ョ ンは内部のアレイ アクセスを開始できます。 CA2 
(CA[15:0]) は選択した行内の対象ワード  アドレスを指定します。 ただし、 い くつかの HyperBus デバイスでは前のト ランザクシ ョ
ンの終了と新しいアクセスの開始の間に一定の 小時間を必要とします。 この時間は読み出し - 書き込み - 復帰時間 (tRWR) と呼ば
れています。 tRWR が経過した後に CA1 転送が完了する時点だけにマスター インターフェースは CS# を LOW に駆動し始める必
要があります。

HyperBus マスターはその後、 コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 で設定された待ち時間数によって定義されたサイクル数、 ク
ロックを続けます。 特定のクロック周波数のために必要な初期待ち時間カウン トは RWDS に基づきます。 CA サイクル中に
RWDS が LOW の場合、 1 つのレイテンシが挿入されます。 CA サイクル中に RWDS が HIGH の場合、 追加のレイテンシ カウン
トが挿入されます。 これらのレイテンシ クロック  サイクルが完了すると、 メモリは読み書きデータ  ストローブ (RWDS) の遷移を
開始すると同時に対象データの出力を開始します。

新しいデータは RWDS の遷移ごとにこのエッジと揃う出力となります。 CS# が LOW の間にホストがクロックを遷移し続ける限
り、 データは引き続き出力されます。 なお、 HyperRAM デバイスは、 メモリ  アレイ境界を越えるとき、 ワード間のレイテンシを
挿入するため、 ワードの配信間に、 RWDS LOW で RWDS 遷移を停止することがあります。

ラップ バーストはバースト長の範囲内でラップし続け、 リニア バーストは行の境界を越えて順次にデータを出力します。 リニア 
バースト読み出しがアレイ内の 終アドレスに達した後、 終アドレス以降でバースト を継続すると未定義のデータを出力しま
す。 クロックがアイドルの間に CS# を HIGH にすることで読み出し転送をいつでも終了できます。

クロックがフリー ランニングである必要はありません。 CS# が HIGH の間にクロックはアイ ドル状態のままになることがありま
す。

図 9.  追加の初期レイテンシ有りの読み出し ト ランザクシ ョ ン [18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25]

CS#

CK, CK#

RWDS

DQ[7:0]

tRWR= Read Write Recovery
tACC  = Access

Additional Latency

Latency Count 1 Latency Count 2

Command-Address

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Memory drives DQ[7:0] 
and RWDS

RWDS and Data
are edge aligned

注 :
18. ト ランザクシ ョ ンは CK=LOW と CK#=HIGH の間の CS# の立ち下がりで開始します。
19. CS# は新しいト ランザクシ ョ ンが開始する前に HIGH に復帰しなければなりません。
20. CK# は CK 信号の相補信号です。 3.0 V デバイスはシングルエンド  クロック  (CK 信号のみ ) を使用します。 CK# は差動クロックを提供するために 1.8V のデバイ

スで CK と ともに使用されます。 差動クロックの CK# は破線の波形で示されます。
21. CA[23:16] が取り込まれると読み出しアクセス アレイは開始します。
22. 読み出しレイテンシはコンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ内の初期レイテンシ値で定義されます。
23. この読み出し ト ランザクシ ョ ンの例では初期レイテンシ カウン トが 4 クロッ ク  サイクルに設定されています。
24. この読み出し ト ランザクシ ョ ンでは、 CA 転送中に RWDS が HIGH になることは対象のデータの出力をさらに 4 クロッ ク  サイクル遅延させます。
25. メモリ  デバイスは読み出し ト ランザクシ ョ ン中に RWDS を駆動します。
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図 10.  追加の初期レイテンシ無しの読み出し ト ランザクシ ョ ン [26]

3.4  初期レイテンシ有りの書き込みト ランザクシ ョ ン ( メモリ  コア書き込み )
HyperBus マスターはクロックがアイ ドルの間に CS# を LOW に駆動することで ト ランザクシ ョ ンを開始します。 その後、 コマン
ドアドレス CA ワードが転送される間にクロックがトルグし始めます。

CA0 では、 CA[47] = 0 は書き込みト ランザクシ ョ ンが実行されることを示します。 CA[46] = 0 はメモリ空間が書き込み中であるこ
とを示します。 CA[45] はバースト  タイプ ( ラップまたはリニア ) を示します。 行と上位列のアドレスが CA0 と CA1 (CA[47:16]) 
に提供され次第、 書き込みト ランザクシ ョ ンは内部のアレイ アクセスを開始できます。 CA2 (CA[15:0]) は選択した行内の対象
ワード  アドレスを識別します。 ただし、 い くつかの HyperBus デバイスでは前のト ランザクシ ョ ンの終了と新しいアクセスの開
始の間に一定の 小時間を必要とします。 この時間は読み出し - 書き込み - 復帰時間 (tRWR) と呼ばれています。 tRWR が経過した
後に CA1 転送が完了する時点だけにマスター インターフェースは CS# を LOW に駆動し始める必要があります。

HyperBus マスターはその後、 コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 に設定する待ち時間数によって定義されたサイクル数のため
に、 クロックを続けます。 特定のクロック周波数のために必要な初期待ち時間カウン トは RWDS に基づきます。 CA サイクル中
に RWDS が LOW の場合、 1 つのレイテンシが挿入されます。 このサイクル中に RWDS が HIGH の場合、 追加のレイテンシ カウ
ン トが挿入されます。

このレイテンシ クロック  サイクルが経過した後、 HyperBus マスターは対象のデータを出力し始めます。 書き込みデータはク
ロック  エッジと中央揃えとなります。 メモリは各ワードの 初のバイ ト  データを CK の立ち上がりエッジで取り込んで、 第 2 バ
イ トを CK の立ち下がりエッジで取り込みます。

CA クロック  サイクル中に RWDS はメモリによって駆動されます。

書き込みデータ転送中に、 RWDS はホスト  マスター インターフェースによってデータ  マスクとして駆動されます。 データの書き
込み中で RWDS が HIGH の時、 バイ トがマスクされ、 アレイは変更されません。 データの書き込み中で RWDS が LOW の時、
データがアレイに入れられます。 書き込みデータ転送中にマスターが RWDS を駆動しているため、 マスター デバイスも
HyperRAM デバイスも書き込みト ランザクシ ョ ンのデータ転送部分内のレイテンシの必要性を示せません。 許容される書き込み
データ  バースト長の設定は、 コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 に示されています。

CS# が LOW の間に HyperBus マスターがクロックを遷移し続ける限り、 データは引き続き転送されます。 レガシー フォーマッ
トのラップ バーストはバースト長以内でラップし続けます。 ハイブリ ッ ド  ラップは 1 回ラップしてから、 次のラップ境界でス
タートするリニア バーストに切り替わります。 リニア バーストはページ境界を越える連続的なデータを受け入れます。 クロック
がアイドルの間に CS# を HIGH にすることで書き込み転送をいつでも終了できます。

リニア バースト書き込みがメモリ  アレイ空間の 後のアドレスに到達したとき、 バーストの継続はアドレス範囲の先頭に書き込
まれます。

クロックがフリー ランニングである必要はありません。 CS# が HIGH の間にクロックはアイ ドル状態のままになることがありま
す。

CS#

CK#,  CK

RWDS

DQ[7:0]

t RWR  =Read Write Recovery t ACC   = Initial Access

4 cycle latency

Command-Address

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Memory drives DQ[7:0] 
and RWDS

RWDS and Data
are edge aligned

注 :
26. RWDS は CA サイクル中に LOW です。 追加のレイテンシがスレーブによって要求される時点で読み出し ト ランザクシ ョ ンが開始しないため、 この読み出し ト

ランザクシ ョ ンでは読み出しデータのアクセスに 1 つの初期レイテンシ カウン トがあります。
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図 11.  追加の初期レイテンシ有りの書き込みト ランザクシ ョ ン [27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]

図 12.  追加の初期レイテンシ無しの書き込みト ランザクシ ョ ン [27, 30, 32, 33, 34]

CS#

CK#, CK

RWDS

DQ[7:0]

tRWR = Read Write Recovery
tACC  = Initial Access

Additional Latency

Latency Count 1 Latency Count 2

Command-Address

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

CK and Data
are center aligned

Host drives DQ[7:0] 
and RWDS

注 :
27. ト ランザクシ ョ ンは CK が LOW、 CK# が HIGH 状態で開始する必要があります。
28. CS# は新しいト ランザクシ ョ ンが開始する前に HIGH に復帰しなければなりません。
29. コマンドアドレスの間に、 RWDS はメモリで駆動され、 追加のレイテンシ サイクルが必要かどうかを示します。
30. この例では、 RWDS は追加のレイテンシ サイクルの必要を示しています。
31. コマンドアドレス サイクルの終了時点で、 メモリは、 ホス ト HyperBus マスターが RWDS を駆動しはじめられるように、 RWDS の駆動を停止します。 マスター

は初期レイテンシが終了する前、 データ  マスク事前期間をスレーブに提供するために、 RWDS を有効な LOW 状態に駆動する必要があります。
32. データの転送中、 RWDS はホストで駆動され、 データのどのバイ トがマスクされるべきかまたはアレイにロード されるべきかを示します。
33. この図は、 RWDS がバイ ト B0 と A1 に非整列ワード書き込みをするためにバイ ト A0 と B1 をマスクしている状況を示しています。
34. この例では、 RWDS は追加のレイテンシ サイクルが必要ではないと示しています。

CS#

CK, CK#

RWDS

DQ[7:0]

tRWR=Read Write Recovery tACC = Access

Latency Count

Command-Address

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Host drives DQ[7:0] 
and RWDS

CK and Data
are center aligned

Low =  1x Latency Count
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3.5  初期レイテンシ無しの書き込みト ランザクシ ョ ン ( レジスタ書き込み )
書き込みト ランザクシ ョ ンは、 ト ランザクシ ョ ン属性を示すコマンド／アドレス情報を提供する 初の 3 クロック  サイクルから
開始します。 CA0 は書き込みト ランザクシ ョ ンが次に実行されることを示す一方、 アドレス空間およびバースト種類 ( ラップかリ
ニア ) も示します。

初期レイテンシ無しでの書き込みは、 レジスタ空間を書き込むために使用されます。 レイテンシ無しで HyperRAM デバイスの書
き込みト ランザクシ ョ ンは、 CA サイクルが書き込みデータ転送によって続く ことを意味します。 初期レイテンシの無し書き込み
処理に RWDS 用のターン アラウンド期間はありません。 HyperRAM デバイスはコマンドアドレス期間中に常に RWDS を駆動し
て、 初期レイテンシのある ト ランザクシ ョ ンに延長レイテンシが必要とされるかを示します。 しかし、 HyperRAM デバイスはト
ランザクシ ョ ンが読み出しであるか、 またはレジスタ空間への書き込みかどうかを知る前に、 HyperRAM デバイスは 初の CA
バイ トの受信前に RWDS は駆動されます。 レイテンシ無しの書き込みの場合、 CA 期間中の RWDS の状態は初期のゼロレイテン
シに影響しません。 この場合にコマンドアドレス期間の直後にマスター書き込みデータが続く ため、 書き込みデータ転送中に
HyperRAM デバイスは RWDS を LOW に駆動し続けるか、 または RWDS を High-Z 状態にすることがあります。 レイテンシ無し
の書き込み期間中に、 マスターは RWDS を駆動してはいけません。 レイテンシ無しの書き込みには RWDS をデータ  マスク機能
として使用しません。 書き込みデータのすべてのバイ トが書き込まれます ( フルワード書き込み )。
各ワードでの 初のデータ  バイ トは CK の立ち上がりエッジに、 第 2 のデータ  バイ トは CK の立ち下がりエッジに現れます。 書
き込みデータはクロック入力と中央揃えです。 クロックがアイ ドルの間に CS# を HIGH にすることで書き込み転送をいつでも終
了できます。 クロックがフリー ランニングである必要はありません。

図 13.  初期レイテンシ無しの書き込み動作

CS#

CK#,  CK

RWDS

DQ[7:0]

Command-Address Data

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0 15:8 7:0

Host drives DQ[7:0] with Command-Address and Write Data

Memory drives RWDS but master ignores it



N
ot

 R
ec

om
m

en
de

d 
fo

r N
ew

 D
es

ig
ns

 (N
R

N
D

)

文書番号 : 001-99462 Rev. *D ページ 18 ／ 51

S27KL0641/S27KS0641
S70KL1281/S70KS1281

4.  メモリ空間

CA[46] = 0 の時、 読み書き ト ランザクシ ョ ンは DRAM メモリ  アレイにアクセスします。

5.  レジスタ空間

CA[46] = 1 の時、 読み書き ト ランザクシ ョ ンはレジスタ空間にアクセスします。

注 :
35.読み出しの場合、 CA45 はラップまたはリニア読み出しを示すために 0 または 1 です。 書き込みの場合、 リニア シングル ワード  レジスタの書き込みのみがサポー

ト されているため、 CA45 は 1 でなければなりません。

表 5.  メモリ空間アドレス マップ

単位タイプ カウン ト
システム ワード  アドレス 

ビッ ト
CA ビッ ト 備考

128 M ビッ ト  デバイ
スでのダイ

2 A22 35 CA 35 (A22) = 0, ボトム ダイ
CA 35 (A22) = 1, ト ップ ダイ

64M ビッ トデバイス
の行

8192 ( 行 ) A21 ～ A9 34 ～ 22

行 1 ( 行 ) A8 ～ A3 21 ～ 16 512 ( ワード  アドレス )
1K バイ ト

ハーフページ 8 ( ワード  アドレス ) A2 ～ A0 2 ～ 0 16 バイ ト

表 6.  レジスタ空間のアドレス マップ [35]

レジスタ
システム アドレス — — — 31 ～ 27 26 ～ 19 18 ～ 11 10 ～ 3 — 2 ～ 0

CA ビッ ト 47 46 45 44 ～ 40 39 ～ 32 31 ～ 24 23 ～ 16 15 ～ 8 7 ～ 0
識別レジスタ 0 ( 読み出し専用 ) C0h または E0h 00h 00h 00h 00h 00h

識別レジスタ 1 ( 読み出し専用 ) C0h または E0h 00h 00h 00h 00h 01h

コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 の読み出し C0h または E0h 00h 01h 00h 00h 00h

コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 の書き込み 60h 00h 01h 00h 00h 00h

コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 1 の読み出し C0h または E0h 00h 01h 00h 00h 01h

コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 1 の書き込み 60h 00h 01h 00h 00h 01h
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5.1  デバイス識別レジスタ

CS# が LOW の時選択されたデバイスの情報を提供する読み出し専用かつ不揮発性のワード  レジスタが 2 本あります。 デバイス
情報フ ィールドは以下を識別します :

■ メーカー

■ 種類

■ メモリ容量

❐ 行アドレス ビッ ト数
❐ 列アドレス ビッ ト数

5.1.1  容量および行境界

デバイスの DRAM アレイ サイズ ( 容量 ) は、 ID0 レジスタの行アドレス ビッ ト数と列アドレス ビッ ト数フ ィールドに示された行
と列アドレスに使用されるシステム アドレスの総ビッ ト数で判定できます。 例えば、 64M ビッ ト HyperRAM デバイスは 9 列アド
レス ビッ ト と 13 行アドレス ビッ トがあり、 合計で 22 ワード  アドレス ビッ ト  = 222 = 4M ワード  = 8M バイ トがあります。 9 列ア
ドレス ビッ トは、各行には 29 = 512 ワード  = 1K バイ トがあることを示します。行アドレス ビッ ト数は、各アレイのリフレッシュ
間隔以内に 8196 行がリフレッシュされることを示します。 行数はリフレッシュ間隔の計算に使用されます。

表 7.  ID レジスタ 0 のビッ ト割り当て

ビッ ト 機能 設定 (2 進 )

15 ～ 14

64 M ビッ ト 予約済み

128 M ビッ ト
ダイ  アドレス :
00 = ダイ 1
01 = ダイ 2

13 Reserved 0 - default

12 ～ 8 行アドレス ビッ ト数

00000: 1 行アドレス ビッ ト
...
11111: 32 行アドレス ビッ ト

01100: 64 M ビッ ト
01101: 128 M ビッ ト

7 ～ 4 列アドレス ビッ ト数
0000: 1 列アドレス ビッ ト
...
1111: 16 列アドレス ビッ ト

3 ～ 0 メーカー
0000 - 予約済み
0001 - サイプレス
0010 ～ 1111 - 予約済み

表 8.  ID レジスタ 1 のビッ ト割り当て

ビッ ト 機能 設定 (2 進 )
15 ～ 4 予約済み 0000_0000_0000b ( デフォルト )

3 ～ 0 デバイス タイプ
0000: HyperRAM 1.0
0001 ～ 1111: 予約済み
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5.2  レジスタ空間へのアクセス

レジスタの初期設定値は電源投入時またはハードウェア リセッ ト時にロード されます。 レジスタはデバイスがスタンバイ状態に
ある時いつでも変更できます。

図 14 に示すように単一の 16 ビッ ト  ワード書き込みト ランザクシ ョ ンによりレジスタをロードできます。 CA[47] = 0 は書き込み
ト ランザクシ ョ ンを示し、 CA[46] = 1 はレジスタ空間への書き込みを示し、 CA[45] = 1 はリニア書き込みを示し、 CA フ ィールド
の下位ビッ トはレジスタ  アドレスを示します。

図 14.  レジスタのロード  [36, 37, 38, 39]

各レジスタは個別のシングル ワード書き込みト ランザクシ ョ ンで書き込まれます。 レジスタ書き込みト ランザクシ ョ ンにはレイ
テンシがな く、 単一のデータ  ワードはコマンドアドレスの直後に続きます。 RWDS は、 メモリ  アレイのリフレッシュが進行中で
あるかを示すために CA サイクル中常にメモリによって駆動されるため、 書き込み中にはホストによって駆動されません。 レジス
タ空間への書き込みはメモリ  アレイでな く レジスタに直接アクセスするため、 進行中のアレイ  リフレッシュに関係する初期書き
込みレイテンシはありません。 レジスタ書き込みでは、 レジスタの両バイ トは常に書き込まれており、 マスクされないため、
RWDS はデータ  マスクとして使用されません。

予約済みレジスタ  フ ィールドは初期設定値で書き込む必要があります。 予約済みフ ィールドに初期設定値以外の値を書き込むと、
未定義の結果となることがあります。

レジスタの読み出しは、 CA[46] = 1 にセッ ト してレジスタ空間を選択し、 1 つの 16 ビッ ト読み出し ト ランザクシ ョ ンを実行する
ことで行われます。 1 つ以上のワードを読み出す場合、 各読み出しで同じレジスタ値が繰り返されます。 1 つのみのレジスタ値が
読み出されるため、 CA[45] バースト  タイプは 「ドン ト  ケア」 です。 レジスタ内容はアレイ  データの読み出しと同じ方法で返され
ますが、 コマンドアドレス期間中の RWDS の状態に応じて 1 つか 2 つのレイテンシがあります。 レイテンシ数はコンフ ィギュ
レーシ ョ ン レジスタ 0 の読み出しレイテンシ フ ィールド  (CR0[7:4]) で定義されます。

注意事項 : 128M ビッ トデュアルダイスタ ックのすべてのコンフ ィギュレーシ ョ ンレジスタについて、 同様に設定することを推奨
します。

CS#

CK#  ,   CK

RWDS

DQ[7:0]

Command-Address RD

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0 15:8 7:0

Host drives DQ[7:0] with Command-Address and Register Data

Memory drives RWDS with Refresh Indication

注 :
36. レジスタ空間への書き込み中にはホストは RWDS を駆動してはいけません。
37. RWDS 信号は、 メモリ  アレイがリフレッシュされているかに応じてコマンドアドレス期間中にメモリによって駆動されます。 このリフレッシュの指定はレジス

タ  データの書き込みに影響を与えません。 CS# が LOW になった直後、 CA[47:46] が受信される前に、 RWDS は駆動されてト ランザクシ ョ ンがレジスタ空間へ
の書き込みであることを示しますが、 これに対して RWDS のリフレッシュ指定は関係しません。

38. レジスタ値は常に CA 値の直後に提供され、 リフレッシュ  レイテンシによって遅らせられることはありません。
39. RWDS 信号はコマンドアドレス期間後に High-Z に戻ります。 レジスタ  データはマスクされることはありません。 レジスタ  データの両データ  バイ トは選択した

レジスタにロード されます。
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5.2.1  コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0
コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ  0 (CR0) は、 HyperRAM デバイスの電力モード とアクセス プロ ト コルの動作条件の定義に用い
られます。 設定可能な特性は以下の通りです :

■ ラップ バースト長 ( 長さが 16、 32、 64 または 128 バイ トの揃えたデータ  グループ )

■ ラップ バースト  タイプ

❐ レガシー ラップ ( 選択した長さを持つ揃えたグループ内でラップ アラウンドによるシーケンシャル アクセス )
❐ ハイブリ ッ ド  ラップ (1 回のレガシー ラップ後に次のシーケンシャル グループの開始でリニア バーストを使用 )

■ 初期レイテンシ

■ 可変レイテンシ

❐ アレイ読み出しまたは書き込みト ランザクシ ョ ンが固定レイテンシを用いるか可変レイテンシを用いるかの設定。 固定レイテ
ンシを選択した場合、 メモリは常に 1 つのリフレッシュ  レイテンシを指定し、 それに応じて読み出しデータ転送を遅延させま
す。 可変レイテンシを選択した場合、 新しいト ランザクシ ョ ンが開始すると同時にリフレッシュが必要となる時にのみリフ
レッシュ  レイテンシが追加されます。

■ 出力駆動強度

■ ディープ パワー ダウン モード

表 9.  コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 0 のビッ ト割り当て

CR0 ビッ ト 機能 設定 (2 進 )

15

ディープ パワー ダウン イ
ネーブル (64 M ビッ ト )

1: 通常動作 ( デフォルト )
0: CR[15] に 0 を書き込むと、 デバイスがディープ パワー ダウン モードに入る

予約
(128 M ビッ ト ) 128M ビッ トデュアルスタ ック用として予約

14 ～ 12 駆動強度

000: 34Ω ( デフォルト )
001: 115Ω
010: 67Ω
011: 46Ω
100: 34Ω
101: 27Ω
110: 22Ω
111: 19Ω

11 ～ 8 予約済み
1 - 予約済み ( デフォルト )
将来の使用のために予約済み。 このレジスタに書き込む時、 将来の互換性維持
のためにこれらのビッ ト を 1 にセッ トする必要がある

7 ～ 4 初期レイテンシ

0000: 5 クロック  レイテンシ - 133 MHz
0001: 6 クロック  レイテンシ - 166 MHz ( デフォルト )
0010: 予約済み
0011: 予約済み
0100: 予約済み
...
1101 - 予約済み
1110 - 3 クロック  レイテンシ - 83 MHz
1111 - 4 クロック  レイテンシ - 100 MHz

3 

固定レイテンシ イネーブル
(64 M ビッ ト )

0: 可変レイテンシ。 CA サイクル中の RWDS によって初期レイテンシの 1 倍ま
たは 2 倍
1 - 固定レイテンシ。 初期レイテンシの 2 倍 ( デフォルト )

予約
(128 M ビッ ト ) 1: 固定レイテンシ。 初期レイテンシの 2 倍 ( デフォルト )

2 ハイブリ ッ ド  バースト  
イネーブル

0: ハイブリ ッ ド  バースト  シーケンスに従うラップ バースト  シーケンス
1: レガシー ラップ バースト方法でのラップ バースト  シーケンス ( デフォルト )

1 ～ 0 バースト長

00: 128 バイ ト
01: 64 バイ ト
10: 16 バイ ト
11 - 32 バイ ト  ( デフォルト )
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5.2.1.1 ラップ バースト

ラップ バースト  ト ランザクシ ョ ンは、 ワード  グループの長さと一致したワード境界に揃えたワード  グループ内のメモリにアクセ
スします。 ラップ アクセス グループは長さが 16、 32、 64 または 128 バイ トの揃えたグループに設定できます。 ラップ ト ランザ
クシ ョ ン中に、 アクセスはグループ内でコマンドアドレスによって選択された位置から開始し、 設定されたワード  グループ揃え
の境界の終わりまで継続してから、 グループの始まりに戻って、 開始位置まで続きます。 ラ ップ バーストは一般的に、 クリテ ィ
カル ワード  ファースト方式で命令またはデータをキャッシュ  ラインに書き込ませる読み出しアクセスに使用されます。

5.2.1.2 ハイブリ ッ ド  バースト

ハイブリ ッ ド  バーストの始まりはターゲッ ト  アドレスのラップ バースト  グループの長さ内でラップし、ラ ップ グループの終了ア
ドレスの後にある次のデータ  のハーフページに続きます。 継続したアクセスは、 CS# を HIGH にすることで転送を終了するまで
リニア バースト順序で実行されます。 ラ ップ バースト と、 次のバースト  グループの始まりから開始するリニア バーストの混成に
より、 単一のアクセスで複数のシーケンシャル アドレス キャッシュ  ラインにデータが書き込まれます。 初のキャッシュ  ライン
はクリテ ィ カルなワードから書き込まれます。 その後、 初のラインを処理中にメモリ内の次のシーケンシャル ラインを読み出
してキャッシュに格納できます。

表 10.  ラップ バースト  シーケンスの CR0[2] 制御

ビッ ト デフォルト値 名称

2 1
ハイブリ ッ ド  バースト  イネーブル
CR[2]= 0: ハイブリ ッ ド  バースト  シーケンスに従うラップ バースト  シーケンス
CR[2]= 1: レガシー ラップ バースト方法でのラップ バースト  シーケンス

表 11.  ラップ バースト  シーケンス例 [40]

バーストの選択 バースト  
タイプ

ラップ境界 
( バイ ト )

開始アドレス 
(16 進 )

アドレス シーケンス (16 進 )
( ワード )CA[45] CR0[2:0]

0 000
ハイブ
リ ッ ド
128

1 回の 128 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX03

03、 04、 05、 06、 07、 08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、
10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、 1B、 1C、
1D、 1E、 1F、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、
2A、 2B、 2C、 2D、 2E、 2F、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、
37、 38、 39、 3A、 3B、 3C、 3D、 3E、 3F、 00、 01、 02
( ラップ バースト を完了。 初の 128 バイ トのラップ グループの
終了時点以降リニア バースト を実行 )
40、 41、 42、 43、 44、 45、 46、 47、 48、 49、 4A、 4B、 4C、
4D、 4E、 4F、 50、 51、 ...

0 001 ハイブ
リ ッ ド 64

1 回の 64 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX03

03、 04、 05、 06、 07、 08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、
10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、 1B、 1C、
1D、 1E、 1F、 00、 01、 02、
( ラップ バースト を完了。 初の 64 バイ トのラップ グループの
終了時点以降リニア バースト を実行 )
20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 2A、 2B、 2C、
2D、 2E、 2F、 30、 31、 ...

0 001 ハイブ
リ ッ ド 64

1 回の 64 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX2E

2E、 2F、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39、 3A、
3B、 3C、 3D、 3E、 3F、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、
28、 29、 2A、 2B、 2C、 2D、
( ラップ バースト を完了。 初の 64 バイ トのラップ グループの
終了時点以降リニア バースト を実行 )
40、 41、 42、 43、 44、 45、 46、 47、 48、 49、 4A、 4B、 4C、
4D、 4E、 4F、 50、 51、 ...

0 010 ハイブ
リ ッ ド 16

1 回の 16 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX02
02、 03、 04、 05、 06、 07、 00、 01、
( ラップ バースト を完了。 初の 16 バイ トのラップ グループの
終了時点以降リニア バースト を実行 )
08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、 10、 11、 12、 ...

注 :
40. 128Mビット デュアル ダイ スタックでは、ダイの境界をまたぐリニア バーストはサポートされていません。
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5.2.1.3 初期レイテンシ

メモリ空間への読み書き ト ランザクシ ョ ンまたはレジスタ空間への読み出し ト ランザクシ ョ ンは、 コマンドアドレスによって選択
された行を開くためにいくつかの初期レイテンシを要します。 この初期レイテンシは tACC です。 tACC を満たすために必要なレイ
テンシ クロック数は、 HyperBus 周波数に依存し、 3 ～ 6 クロックの間で変化します。 CR0[7:4] の値は初期レイテンシのクロック
数を選択します。 初期設定値は 6 クロックであり、 ホスト  システムがより 適な低い初期レイテンシを設定する前に 大
166MHz までの周波数で動作することを可能とします。

メモリ空間への読み書き ト ランザクシ ョ ンまたはレジスタ空間への読み出し ト ランザクシ ョ ンが開始すると同時に分配リフレッ
シュが必要となる時、 RWDS 信号はコマンドアドレスの期間中に HIGH になり、 行を開く前にリフレッシュ動作が完了するため
の追加の初期レイテンシが挿入されたことを示します。

レジスタ空間への書き込みト ランザクシ ョ ンは常に初期レイテンシがありません。 RWDS はコマンドアドレス期間中に HIGH ま
たは LOW です。 レジスタ  データを取り込むのに必要な初期レイテンシがないため、 RWDS のコマンドアドレス期間中の論理レ
ベルはコマンドアドレスの直後のレジスタ  データの書き込みに影響を与えません。 リフレッシュ動作はレジスタ  データのキャプ
チャと平行してメモリ  アレイで実行できます。

0 010 ハイブ
リ ッ ド 16

1 回の 16 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX0C
0C、 0D、 0E、 0F、 08、 09、 0A、 0B、
( ラップ バースト を完了。 初の 16 バイ トのラップ グループの
終了時点以降リニア バースト を実行 )
10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、 ...

0 011 ハイブ
リ ッ ド 32

1 回の 32 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX0A 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、 00、 01、 02、 03、 04、 05、 06、
07、 08、 09、 ...

0 011 ハイブ
リ ッ ド 32

1 回の 32 バイ
トのラップ後に
リニア バース

トが続く

XXXXXX1E 1E、 1F、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、
1B、 1C、 1D、 ...

0 100 ラップ
128 128 XXXXXX03

03、 04、 05、 06、 07、 08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、
10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、 1B、 1C、
1D、 1E、 1F、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、
2A、 2B、 2C、 2D、 2E、 2F、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、
37、 38、 39、 3A、 3B、 3C、 3D、 3E、 3F、 00、 01、 02、 ...

0 101 ラップ 64 64 XXXXXX03
03、 04、 05、 06、 07、 08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、
10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、 1B、 1C、
1D、 1E、 1F、 00、 01、 02、 ...

0 101 ラップ 64 64 XXXXXX2E
2E、 2F、 30、 31、 32、 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39、 3A、
3B、 3C、 3D、 3E、 3F、 20、 21、 22、 23、 24、 25、 26、 27、
28、 29、 2A、 2B、 2C、 2D、 ...

0 110 ラップ 16 16 XXXXXX02 02、 03、 04、 05、 06、 07、 00、 01、 ...
0 110 ラップ 16 16 XXXXXX0C 0C、 0D、 0E、 0F、 08、 09、 0A、 0B、 ...

0 111 ラップ 32 32 XXXXXX0A 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、 00、 01、 02、 03、 04、 05、 06、
07、 08、 09、 ...

0 111 ラップ 32 32 XXXXXX1E 1E、 1F、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 1A、
1B、 1C、 1D、 ...

1 XXX リニア
リニア バース

ト
XXXXXX03 03、 04、 05、 06、 07、 08、 09、 0A、 0B、 0C、 0D、 0E、 0F、

10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 ...

表 11.  ラップ バースト  シーケンス例 [40]( 続き )

バーストの選択 バースト  
タイプ

ラップ境界 
( バイ ト )

開始アドレス 
(16 進 )

アドレス シーケンス (16 進 )
( ワード )CA[45] CR0[2:0]

注 :
40. 128Mビット デュアル ダイ スタックでは、ダイの境界をまたぐリニア バーストはサポートされていません。
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5.2.1.4 固定レイテンシ

コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ  オプシ ョ ン ビッ ト CR0[3] は、 すべてのメモリ空間への読み書き ト ランザクシ ョ ンまたはレジ
スタ空間への読み出し ト ランザクシ ョ ンに必要な初期レイテンシを同じにします。 このためには、 コマンドアドレス期間中常に
RWDS を HIGH に駆動して 2 つの初期レイテンシ期間が必要であることを指定します。 この固定レイテンシは分配リフレッシュ
の必要性にかかわらず、単に固定 ( 決定的 ) 初期レイテンシをすべてのト ランザクシ ョ ン タイプに提供します。固定レイテンシ オ
プシ ョ ンを使う と、 一部の HyperBus メモリ  コン ト ローラーのデザインを簡素化できるか、 またはト ランザクシ ョ ンの決定的な
性能を保証できます。 固定レイテンシはデフォルトの POR またはリセッ ト  コンフ ィギュレーシ ョ ンです。 システムは、 このコン
フ ィギュレーシ ョ ン ビッ ト をクリアして固定レイテンシを無効にし、 リフレッシュ用の追加のレイテンシが必要となる時にのみ
RWDS が HIGH に駆動される可変レイテンシを有効にできます。

注意事項 : 128M ビッ トデュアルダイスタ ックは、 固定レイテンシのみサポート しています。

5.2.1.5 駆動強度

DQ 信号ラインの負荷、 長さ、 インピーダンスはシステム デザインによって異なります。 コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ  ビッ ト
CR0[14:12] を使う と、 DQ[7:0] 信号の出力インピーダンスを調整して DQ 信号インピーダンスをシステム条件に適合させ、 オー
バーシュートやアンダーシュート、 リンギングなど高速信号の動作を 小限にできます。 デフォルトの POR またはリセッ ト  コン
フ ィギュレーシ ョ ン値は 000b であり、 出力インピーダンス オプシ ョ ンの中間点を選択します。

指定されたインピーダンス値は、 標準的なシリコン プロセス条件、 定格動作電圧 (1.8V または 3V)、 50°C でのプルアップとプル
ダウン両方のドライバの Typ 値です。 インピーダンス値はプロセス、 電圧および温度 (PVT) 条件によって Typ 値の 大 ±80% ま
で異なることがあります。 プロセスが遅く、 電圧が低く、 温度が高いほどインピーダンスは高く なります。 プロセスが速く、 電圧
が高く、 温度が低いほどインピーダンスは低く なります。

各システム デザインでは、 動作電圧と温度範囲にわたってデータのシグナル インテグリテ ィ を評価して、 動作条件に 適な駆動
強度を選択する必要があります。

5.2.1.6 ディープ パワー ダウン

HyperRAM デバイスがシステムの動作には必要ない場合、 CR0[15] に 0 を書き込むことで、 デバイスをディープ パワー ダウン 
(DPD) という非常に低消費電力モードに移行させられます。 CR0[15] を 0 にクリアすると、 デバイスは tDPDIN の時間内に DPD
モードに移行し、 すべてのリフレッシュ動作が停止します。 DPD モードの間、 RAM に格納されたデータは失われます 
( リフレッシュなしで無効になります )。 CS# を LOW に駆動してから HIGH に駆動するデバイスへの次のアクセス、 POR、 また
はリセッ トによりデバイスは DPD モードを終了します。 スタンバイ  モードに復帰するのには tDPDOUT の時間がかかります。 詳細
は、 27 ページの 6.1.3 節ディープ パワー ダウンをご参照ください。

注意事項 : ディープ パワーダウン オプシ ョ ンは、 128M ビッ ト  デュアル ダイ  スタ ックではサポート されていません。

5.2.2  コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 1
コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 1 (CR1) は HyperRAM デバイスの分配リフレッシュ間隔を定義するために使用されます。 コア
DRAM アレイはすべてのビッ トの定期的なリフレッシュが必要です。 これは、 ホス ト  システムが特定の期限以内に各行内の 1 つ
の位置を読み書きすることで行えます。 読み書きアクセスは 1 行のビッ ト を内部バッファにコピーします。 アクセスの終了時、
バッファに格納されたビッ トはメモリ内の行に戻って書き込まれるため、 DRAM メモリ  セル内のビッ ト行が再充電 ( リフレッ
シュ ) されます。

ただし、 ホスト  システムには一般的に、 メモリのあらゆる行を定期的に読み出し、 メモリ  アレイ全体のリフレッシュ間隔以内に
各行がアクセスされるかを追跡するよりも良いやり方を持っています。 HyperRAM デバイスはセルフリフレッシュ  ロジックを内
蔵しています。 このロジックは自動的に行をリフレッシュし、 ホスト  システムがメモリをリフレッシュする必要がな く なります。
メモリがホスト  システムによってアクティブに読み書きされない時にのみ行の自動リフレッシュを実行できます。 リフレッシュ
が必要な時点でアクテ ィブな読み書きが行われている場合は、 リフレッシュ  ロジックはこの読み書きの完了を待ちます。 リフ
レッシュが完了する前に新しい読み書きが開始する場合、 メモリはコマンドアドレス期間中に RWDS を HIGH に駆動して新しい
アクセスの開始時に追加の初期レイテンシが必要となることを示します。 これにより、 新しいアクセスが開始する前にリフレッ
シュ動作が完了できます。

25 ページの表 12 温度に応じたアレイ  リフレッシュ間隔に示すように、 メモリ  アレイ全体の必要なリフレッシュ間隔は温度によっ
て異なります。 この時間以内にすべての行をリフレッシュする必要があります。 すべての行のリフレッシュは、 各間隔の開始時
に、 一群の塊としてのアクセスをすること、 あるいは 1 回にい くつかの行のグループを、 各間隔を通して分散された形でのリフ
レッシュ  ( バースト  リフレッシュ ) をすること、 あるいは間隔にわたって均等に分配された単一行のリフレッシュとしても実行で
きます。 セルフリフレッシュ  ロジックは間隔にわたって単一行のリフレッシュ動作を分配することで、 バースト  リフレッシュの
実行でメモリが長い期間ビジーになることはな く、 これによってホスト  アクセスが長い期間遅延されることはありません。
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分配リフレッシュ方法は、 ホストが、 メモリが必要な分配リフレッシュを行えな く なるほど長いバースト  ト ランザクシ ョ ンを実
行しないことを必要とします。 このことから、 リフレッシュ  ロジックがト ランザクシ ョ ン間にリフレッシュを挿入できるように
読み書き ト ランザクシ ョ ンの長さの上限値が設定されます。 この上限値は CS# の 大 LOW 時間 (tCMS) と呼ばれます。 tCMS 値
は、 アレイ リフレッシュ間隔をアレイ内の行数で割ってから、 結果を半分に減らすことで計算されます。 これにより、 分配リフ
レッシュが実行される直前に開始する 大長のホスト  アクセスが原因で分配リフレッシュ間隔が完全に見逃されることを防止で
きます。 tCMS が必要なリフレッシュ間隔の半分にセッ ト された値であるため、 リフレッシュ動作を遅延させる一連の 大長のホ
スト  アクセスは、 リフレッシュ間隔を行数で割った値の 2 倍である速度でリフレッシュ動作に追い付きます。

ホスト  システムは、 各ト ランザクシ ョ ンを tCMS に違反する前に終了することで tCMS の要件を満たす必要があります。 このため
には、 ホスト  メモリ  コン ト ローラー ロジックは tCMS の限界に達すると長いト ランザクシ ョ ンを分割するか、 またはホスト  シス
テム ハードウェアまたはソフ トウェアは tCMS よりも長い単一読み書き ト ランザクシ ョ ンを実行しません。

25 ページの表 12 に示したように、 低温ではアレイ  リフレッシュ間隔が長く なるため、 tCMS が増加し、 その結果、 より長いト ラ
ンザクシ ョ ンを実行できるようになります。 ホスト  システムは、 大動作温度に対応する表の tCMS 値を使う こともでき、 分配リ
フレッシュ間隔を長くするためにシステム内の温度センサーで現時点の動作温度を判定することもできます。

またホスト  システムは、 すべてのリフレッシュ動作に対して明示的に責任を持つ形で、 tCMS を効果的に増加できます。 この場合
はより長いト ランザクシ ョ ンで取り逃がされた分配リフレッシュに追い付くために複数のシーケンシャル行に対してバースト  リ
フレッシュ読み出しを実行します。

表 12.  温度に応じたアレイ  リフレッシュ間隔

デバイス温度 (°C) アレイ  リフレッシュ間隔 (ms) 行数 推奨の tCMS (µs)
85 64 8192 4
105 16 8192 1

表 13.  コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタ 1 のビッ ト割り当て

CR1 ビッ ト 機能 設定 (2 進 )

15 ～ 2 予約済み
000000h: 予約済み ( デフォルト )
将来使用のために予約済み。 レジスタに書き込む時、 将来の互換性のためこ
れらのビッ ト を 0 にクリアする必要がある

1 ～ 0 分散リフレッシュ間隔

10b: デフォルト
産業用温度範囲のデバイスは 4µs
産業用拡張温度範囲のデバイスは 1µs

11b: デフォルトの 1.5 倍
00b: デフォルトの 2 倍
01b: デフォルトの 4 倍
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6.  インターフェースの状態

表 14 には、 インターフェース信号値の要件を、 インターフェースの状態ごとに示します。

注 :
41.初期レイテンシのない ( ゼロ初期レイテンシ ) 書き込み処理に RWDS 用のターンアラウンド期間はありません。 HyperRAM デバイスはコマンドアドレス期間中に

常に RWDS を駆動して、 延長レイテンシが必要かどうかを示します。 コマンドアドレス期間の直後にマスター書き込みデータが続くため、 HyperRAM デバイス
は RWDS を LOW に駆動し続けるか、 または RWDS を High-Z 状態にすることがあります。 レイテンシ無しの書き込み期間中に、 マスターは RWDS を駆動して
はいけません。 レイテンシ無しの書き込みには RWDS をデータ  マスク機能として使用しません。 書き込みデータのすべてのバイ トが書き込まれます ( フルワード
書き込み )。

42. アクテ ィブ クロッ ク  ス ト ップは 27 ページの 6.1.2 節アクテ ィブ クロッ ク  ス ト ップに表示します。 DPD は 27 ページの 6.1.3 節ディープ パワー ダウンで説明され
ています。

凡例

L = VIL
H = VIH
X = VIL または VIH
L/H = 立ち上がりエッジ

H/L = 立ち下がりエッジ

T = 情報転送中にトグル

アイ ドル = CK が LOW、 CK# が HIGH
有効 = すべてのバス信号が L または H レベルに安定している

表 14.  インターフェース状態

インターフェース状態 VCC / VCCQ CS# CK、 CK# DQ7 ～ DQ0 RWDS RESET#

ハードウェアによるデータ保護付きパ
ワーオフ  ( フラ ッシュ  メモリ )

< VLKO X X High-Z High-Z X

パワーオン ( コールド ) リセッ ト  ≥ VCC / VCCQ min X X High-Z High-Z X

ハードウェア ( ウォーム ) リセッ ト ≥ VCC / VCCQ min X X High-Z High-Z L

インターフェース スタンバイ ≥ VCC / VCCQ min H X High-Z High-Z H

コマンドアドレス ≥ VCC / VCCQmin L T マスター出力有効 X H

読み出し初期アクセス レイテンシ 
( データ  バス ターン アラウンド周期 )

≥ VCC / VCCQ min L T High-Z L H

書き込み初期アクセス レイテンシ 
(RWDS ターン アラウンド周期 )

≥ VCC / VCCQmin L T High-Z High-Z H

読み出しデータ転送 ≥ VCC / VCCQ min L T スレーブ出力有効
スレーブ出力

有効
X または T

H

初期レイテンシ有りの書き込みデータ
転送

≥ VCC / VCCQmin L T マスター出力有効
マスター出力

有効
X または T

H

初期レイテンシ無しの書き込みデータ
転送 [41] ≥ VCC / VCCQmin L T マスター出力有効

スレーブ出力
L または
High-Z

H

アクテ ィブ クロック停止 [42] ≥ VCC / VCCQ min L アイ ドル
マスター／スレー
ブ出力有効または

High-Z
X H

ディープ パワー ダウン [42] ≥ VCC / VCCQ min H X または T スレーブ出力
High-Z High-Z H
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6.1  省電力モード

6.1.1  インターフェース スタンバイ

スタンバイは、 デバイスがホストによってデータ転送用に選択されていない (CS#= HIGH) 時のインターフェースに対する初期設
定の低消費電力状態です。 この状態では、 CS# と RESET# 以外のすべての入出力は無視されます。

6.1.2  アクテ ィブ クロック  スト ップ

アクテ ィブ クロック  スト ップ モードでは、 読み書き動作のデータ転送部分の間、 デバイス インターフェースの消費エネルギーを
ICC6 レベルに低減します。 クロッ クが tACC + 30ns にわたって安定状態に維持されると、 デバイスは自動的にこのモードに入りま
す。 アクテ ィブ クロック  スト ップ モードでは、 読み出しデータはラッチされ、 常にデータ  バスに出力されます。 ICC6 は 31 ペー
ジの 7.4 節 DC 特性に示されます。

アクテ ィブ クロック  スト ップ モードにより、ホスト  システム クロックが停止してデータ転送を一時停止する時に消費電流を減少
させられます。 このような拡張されたデータ転送サイクル中に CS# が LOW にある場合がありますが、 メモリ  デバイスのホスト  
インターフェースは tACC + 30ns が経過した後にアクテ ィブ クロック  スト ップ電流レベルになります。 これにより、データ転送が
中止された場合、 デバイスは低電流モードに入ります。 クロックのトグルによりデータ転送が再開されると、 アクテ ィブ読み書き
電流に戻ります。 アクテ ィブ クロック  スト ップ モードは tCSM の限界に違反して使用しないで く ださい。 CS# は tCSM が違反され
る前に HIGH になる必要があります。

6.1.3  ディープ パワー ダウン

ディープ パワー ダウン (DPD) モードでは、 消費電流は可能な限り低いレベル (iDPD) にされます。 CR0[15] に 0 を書き込むとデバ
イスは DPD モードに入ります。 デバイスは tDPDIN の間消費電力を減少させ、 すべてのリフレッシュ動作を停止します。 DPD
モードの間、 メモリ空間に格納されたデータは失われます ( リフレッシュなしで無効になります )。 CS# を LOW に駆動してから
HIGH に駆動するデバイスへの次のアクセスで、 デバイスは DPD モードを終了します。 CS# を LOW に駆動してから HIGH に駆
動し、 DPD モードを終了するための読み書き ト ランザクシ ョ ンは、 デバイスによって無視されるダミー ト ランザクシ ョ ンです。
また、 POR またはハードウェア リセッ トでもデバイスは DPD モードを終了します。 DPD モードでは、 CS# と RESET# 信号の
み監視されます。 ダミー ト ランザクシ ョ ンまたはリセッ トの後にスタンバイ  モードに復帰するには tDPDOUT 時間かかります。
POR の後に DPD モードからスタンバイ  モードに復帰するには tVCS 時間かかります。 これはどの POR においても同様です。 そ
れらのイベン トのいずれかで DPD を終了した後、 デバイスの状態は POR を実行した後の状態と同じです。

図 15.  ディープ パワー ダウンへの移行タイ ミング

表 15.  ディープ パワー ダウン モードのタイ ミング パラメーター

パラメーター 説明 Min Max 単位

tDPDIN
ディープ パワー ダウン レジスタの CR0[15] に 0 を書き込んでから
DPD 電力レベルに入るまでの時間

10 - µs

tDPDCSL ディープ パワー ダウン モードの終了を発生させる CS# LOW 期間 200 - ns

tDPDOUT
CS# が LOW から HIGH になってからスタンバイ  ウェイクアップ開始
までの時間

- 150 µs

CS#

CK#,CK

DQ[7:0]

Phase Write Command-Address CR Value Enter DPD Mode DPD mode

tDPDIN
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図 16.  ディープ パワー ダウンの CS# 終了タイ ミング

CS#

CK#,CK

DQ[7:0]

Phase DPD mode Dummy Transaction to Exit DPD Exit DPD Mode Standby New Transaction

tDPDOUT

tDPDCSL

注 :
43. ディープ パワーダウン オプシ ョ ンは、 128M ビッ ト  デュアル ダイ  スタ ックではサポート されていません。
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7.  電気的仕様

7.1  絶対 大定格

プラスチック  パッケージの保存温度 -65°C ～ +150°C
通電時の周囲温度 -65°C ～ +115°C
グランドに対する電圧

すべての信号 [44] -0.5V ～ +(VCC + 0.5V)
出力短絡電流 [45] 100mA
VCC -0.5V ～ +4.0V

7.1.1  入力信号オーバーシュート

DC 条件において、 入力または I/O 信号は VSS と VDD の電圧範囲以内にあることが必要です。 電圧変動の間、 入力または I/O は
大 20ns の期間で、 VSS -1.0V にアンダ ーシュートするか、 または VDD +1.0V にオーバーシュートする可能性があります。

図 17.  大ネガティブ オーバーシュート波形

図 18.  大ポジティブ オーバーシュート波形

VSSQ to VCCQ

- 1.0V

20 ns≤

VCCQ + 1.0V

20 ns

VSSQ to VCCQ

≤

注 :
44. 入力または I/O 信号の 小 DC 電圧 -1.0V。 電圧変動の間、 入力または I/O 信号は、 大 20ns の期間で VSS ～ -1.0V までアンダーシュートする可能性がありま

す。 図 17 をご参照ください。 入力または I/O 信号の 大 DC 電圧 - VCC + 1.0V。 電圧変動の間、 入力または I/O 信号は、 大 20ns の期間で VCC +1.0V まで
オーバーシュートする可能性があります。 図 18 をご参照ください。

45. 複数の出力を同時にグランドに短絡することはできません。 短絡時間は 1 秒を超えてはなりません。
46. 絶対 大定格に記載されている動作範囲を超えて動作すると、 デバイスに恒久的な損傷を与える場合があります。 ただし、 これはスト レスのみに対する定格で

す。 上記の条件あるいは本データシートの動作説明の各節に記載されている条件を超える条件におけるデバイスの機能動作は保証されません。 長時間にわたっ
てデバイスを絶対 大定格条件に放置すると、 デバイスの信頼性に影響を与えます。
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7.2  ラ ッチアップ特性

注 :
47.電源電圧 VCC/VCCQ を除外します。 テス ト条件 : VCC = VCCQ = 1.8V、 一度に 1 つの接続をテス ト し、 テス ト されていないピンは VSS に接続。

7.3  動作範囲

動作範囲は、 デバイスの正常な機能が保証される範囲を定めたものです。

7.3.1  温度範囲

7.3.2  電源電圧

7.3.3  熱抵抗

表 16.  ラッチアップ仕様 [47]

説明 Min Max 単位

すべての入力のみの接続での、 VSSQ を基準とした入力電圧 -1.0 VCCQ + 1.0
V

すべての I/O 接続での、 VSSQ を基準とした入力電圧 -1.0 VCCQ + 1.0

VCCQ 電流 -100 +100 mA

パラメーター 記号 デバイス
仕様

単位Min Max

周囲温度 TA

産業用 (I) –40 85

°C
産業用拡張 (V) –40 105

車載向け、 AEC-Q100 グレード 3 (A) –40 85

車載向け、 AEC-Q100 グレード 2 (B) –40 105

VCC および VCCQ 1.7V ～ 1.95V
VCC および VCCQ 2.7V ～ 3.6V

パラメーター 説明 試験条件 24-ball BGA 単位

ΘJA
熱抵抗

(周囲への接合)

静止空気、101.5 mm×105 mmにはんだ付け
4層PCB

51

°C/WΘJB
熱抵抗

(ボディへの接合) 33

ΘJC
熱抵抗

(ベースへの接合) 26
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7.4  DC 特性

表 17.  DC 特性 (CMOS 互換性 )

パラメーター 説明 テスト条件
64 M ビッ ト 128 M ビッ ト

単位Min Typ [48] Max Min Typ[48] Max

ILI
入力リーク電流
3V デバイス リセッ ト信号 High
のみ

VIN = VSS ～ VCC、
VCC = VCC max - - -0.1 - - −0.2 µA

ILI
入力リーク電流
1.8V デバイス リセッ ト信号
High のみ

VIN = VSS ～ VCC、
VCC = VCC max - - -0.1 - - −0.2 µA

ILI
入力リーク電流
3V デバイス リセッ ト信号 Low
のみ (49)

VIN = VSS ～ VCC、
VCC = VCC max - - +20.0 - - +40.0 µA

ILI
入力リーク電流
1.8V デバイス リセッ ト信号 Low
のみ (49)

VIN = VSS ～ VCC、
VCC = VCC max - - +20.0 - - +40.0 µA

ICC1 VCC アクティブ読み出し電流

CS# = VIL (166MHz、
VCC= 1.9V)

-
20 60

-
29 72 mA

- -

CS# = VIL (100MHz、VCC 
= 3.6V) - 20 35 - 32 47 mA

ICC2 VCC アクティブ書き込み電流

CS# = VIL (166MHz、
VCC= 1.9V)

-
15 60

-
23 72 mA

- -

CS# = VIL (100MHz、VCC 
= 3.6V) - 15 35 - 27 47 mA

ICC4I
産業用温度 (-40°C ～ +85°C)
VCC スタンバイ電流

CS#、 VCC = VCC Max - 135 200 - 286 400 µA

ICC4IP
産業用拡張温度 (-40°C ～
+105°C)
VCC スタンバイ電流

CS#、 VCC = VCC Max - 135 300 - 312 600 µA

ICC5 リセッ ト電流
CS# = VIH、 RESET# = 
VIL、
VCC = VCC Max

- 10 20 - 20 40 mA

ICC6I
産業用温度 (-40°C ～ +85°C)
アクテ ィブ クロック  スト ップ電
流

CS# = VIL、 RESET# = 
VIH、
VCC = VCC Max

- 5.3 8 - 11 16 mA

ICC6IP
産業用拡張温度 (-40°C ～
+105°C) アクテ ィブ クロック  ス
ト ップ電流

CS# = VIL、 RESET# = 
VIH、
VCC = VCC Max

- 5.3 12 - 12 24 mA

ICC7 電源投入時の VCC 電流 [48]
CS# = H、VCC = VCC max、
VCC = VCCQ = 1.95V また
は 3.6V

- - 35 - - 70 mA

IDPD
3V 85°C でのディープ パワー ダ
ウン電流

CS#、 VCC = 3.6V、 TA = 
85°C - - 20 - - N/A µA

IDPD
1.8V 85°C でのディープ パワー 
ダウン電流

CS#、 VCC = 1.9V、 TA = 
85°C - - 10 - - N/A µA

IDPD
3V 105°C でのディープ パワー 
ダウン電流

CS#、 VCC = 3.6V、 TA = 
105°C - - 40 - - N/A µA

注 :
48. 100% テス ト されているわけではありません。
49. RESET# の LOW は DPD モードを終了し、 ICC5 リセッ ト電流を引き込み、 僅かな Reset# の LOW 期間中は ILI を消費。
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7.4.1  高静電容量特性

注 :
50. これらの値は設計保証であり、 サンプル ベースでのみテスト されます。
51.接点の静電容量は、 ベクタ  ネッ トワーク  アナライザーを用いた静電容量測定 JEP147 手順に従って測定されます。 VCC、 VCCQ を印加し、 他のすべての信号 ( テ

ス ト中の信号以外 ) を開放にします。 DQ 信号を High-Z 状態にする必要があります。
52. システム内の信号伝播時間整合を実現するために、 CK、 CK#、 RWDS、 DQx 信号の静電容量値は同程度でなければならないことに注意して ください。 アクテ ィ

ブ (LOW) になる CS# と DQ バスに出力されるデータ間には重要なタイ ミング関係がないため、 CS# の静電容量値はそこまで重要ではありません。

注 :
53. これらの値は設計保証であり、 サンプル ベースでのみテスト されます。
54.接点の静電容量は、 ベクタ  ネッ トワーク  アナライザーを用いた静電容量測定 JEP147 手順に従って測定されます。 VCC、 VCCQ を印加し、 他のすべての信号 ( テ

ス ト中の信号以外 ) を開放にします。 DQ 信号を高インピーダンス状態にする必要があります。
55. CK、 RWDS、 DQx 信号の静電容量値は同等になり、 システム内の信号伝播時間整合を実現する必要があります。 アクテ ィブ (LOW) になる CS# と DQ バスに出力

されるデータ間には重要なタイ ミ ング関係がないため、 CS# の静電容量値はそこまで重要ではありません。

IDPD
1.8V 105°C でのディープ パワー 
ダウン電流

CS#、 VCC = 1.9V、 TA = 
105°C - - 20 - - N/A µA

VIL 入力 LOW 電圧 -0.5 - 0.3 x 
VCC

−0.5 - 0.3 x 
VCC

V

VIH 入力 HIGH 電圧
0.7 x 
VCC

- VCC + 
0.3

0.7 x 
VCC

- VCC + 
0.3 V

VOL 出力 LOW 電圧
DQ[7:0] に対して IOL = 
100µA - - 0.15 x 

VCC
- - 0.15 x 

VCC
V

VOH High 出力電圧
DQ[7:0] に対して OH = 
100µA - 0.85 x 

VCC
- - 0.85 x 

VCC
- V

表 18.  1.8V での静電容量特性 [50, 51, 52]

説明 パラメーター Min Max 単位

入力静電容量 (CK、 CK#、 CS#) CI 3 4.5 pF

デルタ入力静電容量 (CK、 CK#) CID - 0.25 pF

出力静電容量 (RWDS) CO 3 4 pF

IO 静電容量 (DQx) CIO 3 4 pF

IO 静電容量デルタ  (DQx) CIOD - 0.5 pF

表 19.  3.0V での静電容量特性 [53, 54, 55]

説明 パラメーター Min Max 単位

入力静電容量 (CK、 CS#) CI 3 4.5 pF

出力静電容量 (RWDS) CO 3 4 pF

IO 静電容量 (DQx) CIO 3 4 pF

IO 静電容量デルタ  (DQx) CIOD - 0.5 pF

表 17.  DC 特性 (CMOS 互換性 )( 続き )

パラメーター 説明 テスト条件
64 M ビッ ト 128 M ビッ ト

単位Min Typ [48] Max Min Typ[48] Max

注 :
48. 100% テス ト されているわけではありません。
49. RESET# の LOW は DPD モードを終了し、 ICC5 リセッ ト電流を引き込み、 僅かな Reset# の LOW 期間中は ILI を消費。
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7.5  電源投入時の初期化

HyperRAM 製品は、 電源投入時の初期化プロセスを起動する電圧センサーを内蔵しています。 VCC と VCCQ は同時に印加する必
要があります。 電源電圧が VCC (Min) 以上の安定したレベルに達した後、 デバイスは自己初期化プロセスを完了するのに tVCS 時
間を要します。

電源投入時にデバイスを選択することはできません。 電源投入時に VCC (Min) に達するまで CS# は VCCQ 印加された電圧に応じ
て変化しなければなりません。 その後、 CS# は tVCS の追加の遅延時間の間 HIGH を維持する必要があります。 VCCQ とチップ セ
レク ト  (CS#) を接続する簡単なプルアップ抵抗を使用すると安全かつ適切な電源投入を保証できます。

電源投入時に RESET# が LOW である場合、 デバイスは RESET# が HIGH になるまで tVCS 期間の開始を遅延させます。 tVCS 期
間は、 DRAM アレイのリフレッシュ動作を実行して初期化するために使用されます。

初期化が完了すると、 デバイスは通常動作の準備ができます。

図 19.  RESET# が HIGH 時の電源投入

図 20.  RESET# が LOW 時の電源投入

注 :
56.電源投入時のリセッ ト時間 (tVCS) 中はバス ト ランザクシ ョ ン ( 読み出しと書き込み ) は禁止されます。
57. VCCQ は、 VCC と同じ電圧でなければなりません。
58. VCC ランプ レートは非線形である場合があります。

表 20.  電源投入およびリセッ ト  パラメーター [56, 57, 58]

パラメーター 説明 Min Max 単位

VCC 1.8V VCC 電源電圧 1.7 1.95 V
VCC 3V VCC 電源電圧 2.7 3.6 V

tVCS
VCC と VCCQ ≥ Min かつ RESET# HIGH から 初の
アクセスまでの時間

- 150 µs

Vcc_VccQ

CS#

RESET#

tVCS

VCC Minimum

Device 
Access Allowed

Vcc_VccQ

CS#

RESET#

tVCS

VCC Minimum

Device 
Access Allowed
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7.6  電源切断

HyperRAM デバイスは、 コア電源供給 (VCC) が VCC ロックアウト電圧 (VLKO) 以下となった時に電源切断とみなされます。 電源電
圧が VSS レベルまで低下する変動の間は、 VCCQ は VCC 以下を保つ必要があります。 VLKO レベルでは、 HyperRAM デバイスのコ
ンフ ィギュレーシ ョ ンまたはアレイ データは失われています。

VCC は常に VCCQ (VCC ≥ VCCQ) 以上であることが必要です。

電源切断時または電源電圧が VLKO を下回った時、 コア電源供給の電圧も電源切断期間 (tPD) 中 VCCReset (VRST) 以下である必要
があります。 これにより、 電源供給が再び VCC の 小値まで上昇した時、 部品が正し く初期化します。 図 21 をご参照ください。

電圧低下時に、 VCC が VLKO を上回ったままの場合は、 部品は初期化状態のままとなり、 VCC が再度 VCC の 小値を上回った時
正常に動作します。 VCC が tPD 期間以上 VRST を下回らない場合、 POR プロセスが実行される保証はありません。 この場合は、
HyperBus デバイスが正し く初期化されていることを確認するためにハードウェア リセッ トが必要です。

図 21.  電源切断または電圧低下

以下の節は電源切断仕様の HyperRAM デバイスに依存した側面を説明します。

注 :
59. VCC ランプ レートは非線形である場合があります。

注 :
60. VCC ランプ レートは非線形である場合があります。

表 21.  1.8V でのパワーダウン電圧とタイ ミング [59]

記号 パラメーター Min Max 単位

VCC VCC 電源電圧 1.7 1.95 V
VLKO VCC のロックアウト電圧。 電圧がこれを下回ると再初期化が必要となる 1.7 - V
VRST 初期化を確実に行うために必要な VCC 低電圧 0.8 - V
tPD VCC ≤ VRST の期間 30 - µs

表 22.  3.0V でのパワー ダウン電圧とタイ ミング [60]

記号 パラメーター Min Max 単位

VCC VCC 電源電圧 2.7 3.6 V
VLKO VCC のロックアウト電圧。 電圧がこれを下回ると再初期化が必要となる 2.7 - V
VRST 初期化を確実に行うために必要な VCC 低電圧 0.8 - V
tPD VCC ≤ VRST の期間 50 - µs

VCC (Max)

VCC (Min)

VLKO

VRST

tVCS
Device Access 

Allowed

No Device Access Allowed

t

Time

VCC

PD
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7.7  ハードウェア リセッ ト

RESET# 入力は、 デバイスをスタンバイ状態に復帰させるハードウェアによる方法を提供します。

tRPH の期間中、 デバイスは ICC5 電流を消費します。 tRPH が終わっても RESET# が LOW のままであれば、 デバイスは CMOS ス
タンバイ電流 (ICC4) を消費します。 RESET# が LOW の間 (tRP 期間中 ) および tRPH 期間中、 バス ト ランザクシ ョ ンは許可されま
せん。
ハードウェア リセッ トでは :

■ コンフ ィギュレーシ ョ ン レジスタがデフォルト値に戻り、

■ RESET# が LOW の間にセルフリフレッシュ動作が停止され、

■ デバイスはディープ パワー ダウン状態を強制的に終了させます。

RESET# が HIGH に戻った後、 セルフリフレッシュ動作は再開します。 RESET# が LOW の間にセルフリフレッシュ動作が停止
され、 セルフリフレッシュ行カウンターが初期設定値にリセッ ト されるため、 25 ページの表 12 に示した必要なアレイ リフレッ
シュ間隔以内にリフレッシュされない行がある場合があります。 これは、 ハードウェア リセッ トの時またはその直後に DRAM ア
レイのデータが失われる結果となることがあります。 ホスト  システムはハードウェア リセッ ト後に DRAM アレイのデータが失わ
れることを前提とし、 必要なデータをリロードする必要があります。

図 22.  ハードウェア リセッ トのタイ ミング図

表 23.  電源投入およびリセッ ト  パラメーター

パラメーター 説明 Min Max 単位

tRP RESET# パルス幅 200 - ns
tRH RESET# (HIGH) と CS# (LOW) 間の時間 200 - ns
tRPH RESET# LOW から CS# LOW までの時間 400 - ns

RESET#

CS#

tRP

tRH

tRPH

tVCS - if RESET# Low > tRP max
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8.  タイ ミング仕様

以下の節はタイ ミング仕様の HyperRAM デバイスに依存した側面を説明します。

8.1  波形切り替えの基本事項

8.2  AC テスト条件

図 23.  テストの設定

注 :
61. すべての AC タイ ミ ングは入力のスルーレート 2V/ns を前提とします。 CK/CK# 差動スルーレートは 4V/ns 以上を前提とします。
62.入力および出力タイ ミングは VCCQ/2 または CK/CK# の交差を参照します。

図 24.  入力波形および測定レベル [63]

表 24.  テスト仕様 [62]

パラメーター 全速度バージョ ン 単位

出力負荷容量、 CL 20 pF

入力の立ち上がりと立ち下がりの 小スルーレート  [61] 2.0 V/ns

入力パルス レベル 0.0 ～ VCCQ V

入力タイ ミング測定基準レベル VCCQ/2 V

出力タイ ミング測定基準レベル VCCQ/2 V

Valid_High_or_Low

High_to_Low_Transition

Low_to_High_Transition

Invalid

High_Impedance

Device 
Under 
Test

CL

VccQ

Vss

Input VccQ / 2 Measurement Level VccQ / 2 Output

注 :
63. 差動 CK/CK# ペアの入力タイ ミ ングはクロック  交差のポイン トから測定されます。
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8.3  AC 特性

8.3.1  読み出し ト ランザクシ ョ ン

表 25.  HyperRAM 固有 1.8V 読み出しタイ ミング パラメーター

パラメーター 記号
166MHz 133MHz 100MHz

単位Min Max Min Max Min Max

ト ランザクシ ョ ン間のチップ セレク ト
HIGH 時間

tCSHI 6 – 7.5 – 10.0 – ns

HyperRAM 読み出し - 書き込み復帰時間 tRWR 36 - 37.5 - 40 - ns

チップ セレク ト  セッ トアップから次の
CK 立ち上がりエッジまでの時間

tCSS 3 – 3 – 3 – ns

データ  ストローブ有効時間 tDSV – 12 – 12 – 12 ns

入力セッ トアップ時間 tIS 0.6 – 0.8 – 1.0 – ns

入力ホールド時間 tIH 0.6 – 0.8 – 1.0 – ns

HyperRAM 読み出し初期アクセス時間 tACC 36 - 37.5 - 40 - ns

クロックから DQ の LowZ までの時間 tDQLZ 0 – 0 – 0 – ns

CK 遷移から DQ 有効までの時間 
(64 M ビッ ト )

tCKD 1
5.5

1
5.5

1
5.5

ns
CK 遷移から DQ 有効までの時間 
(128 M ビッ ト )

6.0 6.0 6.0

CK 遷移から DQ 無効までの時間 
(64 M ビッ ト )

tCKDI 0
4.6

0
4.5

0
4.3

ns
CK 遷移から DQ 無効までの時間 
(128 M ビッ ト )

5.6 5.5 5.3

データ有効時間 (tDV min = 
tCKHP min - tCKD max + tCKDI max) と
tCKHP min - tCKD min + tCKDI min のうちの
小さい方 )

tDV 1.7 – 2.375 – 3.3 – ns

CK 遷移から RWDS 有効までの時間 
(64 M ビッ ト )

tCKDS 1
5.5

1
5.5

1
5.5

ns
CK 遷移から RWDS 有効までの時間 
(128 M ビッ ト )

6.0 6.0 6.0

RWDS 遷移から DQ 有効までの時間 tDSS -0.45 +0.45 -0.6 +0.6 -0.8 +0.8 ns

RWDS 遷移から DQ 無効までの時間 tDSH -0.45 +0.45 -0.6 +0.6 -0.8 +0.8 ns

CK 立ち下がりエッジ後のチップ セレク
トのホールド時間

tCSH 0 – 0 – 0 – ns

チップ セレク ト非アクテ ィブから RWDS 
High-Z までの時間

tDSZ – 6 – 6 – 6 ns

チップ セレク ト非アクテ ィブから DQ 
High-Z までの時間

tOZ – 6 – 6 – 6 ns

HyperRAM チップ セレク トの 大 LOW
時間 - 産業用温度

tCSM

- 4.0 - 4.0 - 4.0 µs

HyperRAM チップ セレク トの 大 LOW
時間 - 産業用拡張温度

- 1.0 - 1.0 - 1.0 µs

リフレッシュ時間 tRFH 36 - 37.5 - 40 - ns
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図 25.  読み出しタイ ミング ダイヤグラム — 追加レイテンシ不要

表 26.  HyperRAM 固有の 3.0V での読み出しタイ ミング パラメーター

パラメーター 記号
100MHz

単位Min Max

ト ランザクシ ョ ン間のチップ セレク ト HIGH 時間 tCSHI 10.0 – ns

HyperRAM 読み出し - 書き込み復帰時間 tRWR 40 - ns

チップ セレク ト  セッ トアップから次の CK 立ち上がりエッジまでの時間 tCSS 3 – ns

データ  ストローブ有効時間 tDSV – 12 ns

入力セッ トアップ時間 tIS 1.0 – ns

入力ホールド時間 tIH 1.0 – ns

HyperRAM 読み出し初期アクセス時間 tACC 40 – ns

クロックから DQ の LowZ までの時間 tDQLZ 0 – ns

HyperRAM CK 遷移から DQ 有効までの時間 (64 M ビッ ト )
tCKD 1

7 ns

HyperRAM CK 遷移から DQ 有効までの時間 (128 M ビッ ト ) 8 ns

HyperRAM CK 遷移から DQ 無効までの時間 (64 M ビッ ト )
tCKDI 0.5

5.2 ns

HyperRAM CK 遷移から DQ 無効までの時間 (128 M ビッ ト ) 6.2 ns

データ有効時間 (tDV min = 
tCKHP min - tCKD max + tCKDI max) と
tCKHP min - tCKD min + tCKDI min のうちの小さい方 )

tDV 2.7 ns

CK 遷移から RWDS 有効までの時間 (64 M ビッ ト )
tCKDS 1

7
ns

CK 遷移から RWDS 有効までの時間 (128 M ビッ ト ) 8

RWDS 遷移から DQ 有効までの時間 tDSS -0.8 +0.8 ns

RWDS 遷移から DQ 無効までの時間 tDSH -0.8 +0.8 ns

CK 立ち下がりエッジ後のチップ セレク トのホールド時間 tCSH 0 – ns

チップ セレク ト非アクテ ィブから RWDS High-Z までの時間 tDSZ – 7 ns

チップ セレク ト非アクテ ィブから DQ High-Z までの時間 tOZ – 7 ns

HyperRAM チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 産業用温度
tCSM

- 4.0 µs

HyperRAM チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 産業用拡張温度 - 1.0 µs

リフレッシュ時間 tRFH 40 - ns

CS#

CK#,CK

RWDS

DQ[7:0]

tRWR =Read Write Recovery tACC  = Access

4 cycle latency

Command-Address

tCKD

tCSHI

tCSS

tCSS

tCSM

tDSV

tIS tIH

tCKDS

tDQLZ

tCSH

tDSZ

tOZtDSS

tDSH

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
  A

Dn+1
  B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Memory drives DQ[7:0] 
and RWDS

RWDS and Data
are edge aligned
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8.3.2  書き込みト ランザクシ ョ ン

図 26.  書き込みタイ ミング ダイヤグラム — 追加レイテンシなし

表 27.  1.8V での書き込みタイ ミング パラメーター

パラメーター 記号
166MHz 133MHz 100MHz

単位Min Max Min Max Min Max

読み出し - 書き込み復帰時間 tRWR 36 - 37.5 - 40 - ns

アクセス時間 tACC 36 - 37.5 - 40 - ns

リフレッシュ時間 tRFH 36 - 37.5 - 40 - ns

チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 
産業用温度

tCSM

- 4.0 - 4.0 - 4.0 µs

チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 
産業用拡張温度

- 1.0 - 1.0 - 1.0 µs

RWDS データ  マスク有効 tDMV 0 - 0 - 0 - ns

表 28.  3.0V での書き込みタイ ミング パラメーター

パラメーター 記号
100MHz

単位Min Max

読み出し - 書き込み復帰時間 tRWR 40 - ns

アクセス時間 tACC 40 - ns

リフレッシュ時間 tRFH 40 - ns

チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 産業用温度
tCSM

- 4.0 µs

チップ セレク トの 大 LOW 時間 - 産業用拡張温度 - 1.0 µs

RWDS データ  マスク有効 tDMV 0 - ns
注 :
64.下記ブロックダイヤグラム中にあり、 かつ上表にないパラ メーターについては、 表 26 を参照して く ださい。

CS#

CK#,CK

RWDS

DQ[7:0]

tRWR =Read Write Recovery tACC  = Access

4 cycle latency

Command-Address

tCSHI tCSM

tCSS

tCSS

tDSV

tDSZ

tIS

t IS

t IS

t IH

tIH

tIH

tCSH

tDMV

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
   A

Dn+1
   B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Host drives DQ[7:0] 
and RWDS

CK and Data
are center aligned
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9.  物理インターフェース

9.1  FBGA 24 ボール 5 x 5 のアレイ  フ ッ トプリン ト

HyperRAM デバイスは 1mm ピッチ、 24 ボール、 5 x 5 ボール アレイ  フ ッ トプリン ト、ボディが 6mm x 8mm の強化ボール グリ ッ
ド  アレイ  (FBGA) で提供されます。

図 27.  24 ボール FBGA、 6 x 8mm、 5 x 5 ボール フッ トプリン トの上面図 [65, 66]

32 41

CS#RFU RESET#

B

D

E

A

C

VssCK VccCK#

RWDSRFU DQ2VssQ

DQ0DQ1 DQ3VccQ

DQ5DQ6 VccQDQ7

RFU

RFU

RFU

DQ4

VssQ

5

注 :
65. B1 は 1.8V のデバイスでは CK# に割り当てられます。
66. B1 は 3.0V のデバイスでは RFU です。
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9.2  外形図

9.2.1  24 ボール、 6 x 8 x 1.0mm の強化ボール グリ ッ ド  アレイ (VAA024)

SHEET OF

REVSPEC NO.
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION WHICH IS THE PROPRIETARY PROPERTY OF CYPRESS
SEMICONDUCTOR CORPORATION.  THIS DRAWING IS RECEIVED IN CONFIDENCE AND ITS CONTENTS
MAY NOT BE DISCLOSED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF CYPRESS SEMICONDUCTOR CORPORATION.

CYPRESS

TITLE

SCALE : 

Company Confidential

PACKAGE
CODE(S)

DRAWN BY

APPROVED BY

DATE

DATE

N IS THE NUMBER OF POPULATED SOLDER BALL POSITIONS FOR MATRIX SIZE MD X ME.

WHEN THERE IS AN EVEN NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW, "SD" = eD/2 AND "SE" = eE/2.

WHEN THERE IS AN ODD NUMBER OF SOLDER BALLS IN THE OUTER ROW "SD" OR "SE" = 0.

POSITION OF THE CENTER SOLDER BALL IN THE OUTER ROW. 

"SD" AND "SE" ARE MEASURED WITH RESPECT TO DATUMS A AND B AND DEFINE THE

SYMBOL "ME" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "E" DIRECTION. 

SYMBOL "MD" IS THE BALL MATRIX SIZE IN THE "D" DIRECTION.

 "e"   REPRESENTS THE SOLDER BALL GRID PITCH.

DIMENSION "b" IS MEASURED AT THE MAXIMUM BALL DIAMETER IN A PLANE PARALLEL TO DATUM C.

    BALL POSITION DESIGNATION PER JEP95, SECTION 3, SPP-020.

    DIMENSIONING AND TOLERANCING METHODS PER ASME Y14.5M-1994.

"+" INDICATES THE THEORETICAL CENTER OF DEPOPULATED BALLS.

A1 CORNER TO BE IDENTIFIED BY CHAMFER, LASER OR INK MARK, METALLIZED MARK INDENTATION9.

8.

7

NOTES:

6

5.

4.

3.

2.

1.

    ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

SD

b

eD

eE

ME

N

0.35

0.00 BSC

1.00 BSC

1.00 BSC

0.40

24

5

0.45

D1

MD

E1

E

D

A

A1 0.20

-

4.00 BSC

4.00 BSC

5

6.00 BSC

8.00 BSC

-

- 1.00

-

SE 0.00 BSC

DIMENSIONS
SYMBOL

MIN. NOM. MAX.

OR OTHER MEANS.

JEDEC SPECIFICATION NO. REF: N/A10.

KOTA

BESY

30-AUG-16

30-AUG-16
*A

1 2TO FIT

VAA024 002-15550

PACKAGE OUTLINE, 24 BALL BGA
8.0X6.0X1.0 MM VAA024/ELA024/E2A024

ELA024 E2A024
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10.  DDR 中央揃え読み出しストローブ (DCARS) の機能

HyperRAM デバイスは読み出しデータ出力に対して RWDS 信号の独立したスキュー ( 位相シフ ト ) を可能にする機能が選択可能
となっています。 この機能は注文製品番号 (OPN) に応じた特定のデバイスで提供されています。

DDR Center Aligned Read Strobe (DCARS) 機能が搭載されている場合、 第 2 の差動位相シフ ト  クロック入力 PSC/PSC# が CK/
CK# の代わりに RWDS エッジの参照として使用されます。 第 2 クロックは一般的に CK/CK# のコピーでこれを 90° 位相シフ ト し
ており、 これによって RWDS エッジを DQ 信号の有効データ  ウィンドウの中心部に配置するようになっています。 ただし、 DQ
信号の有効データ  ウィンドウ内にある RWDS エッジの位置を 適化して、 RWDS 信号が RWDS エッジに対するデータ  セッ ト
アップ時間とホールド時間の所望の値を提供するために、 CK/CK# および PSC/PSC# 間で別の位相のずれ度を使用することもで
きます。

PSC/PSC# は書き込みト ランザクシ ョ ン中には使用されません。 書き込みト ランザクシ ョ ンの間は、 PSC および PSC# はそれぞ
れ LOW と HIGH に駆動するか、 または両方とも LOW に駆動できます。

PSC/PSC# 差動クロックは、 1.8V 公称コア電圧と I/O 電圧を持つ HyperBus デバイスでのみで使用されます。 3V 公称コア電圧と
I/O 電圧を持つ HyperBus デバイスは、 シングルエンド  クロックと して、 PSC のみを使用します。

10.1  DCARS を持つ HyperRAM 製品の信号説明

図 28.  DCARS を持つ HyperBus 製品の信号図

表 29.  信号の説明

記号 種類 説明

CS# 入力
チップ セレク ト。 HyperBus ト ランザクシ ョ ンは HIGH から LOW への遷移で開始。 HyperBus ト ラ
ンザクシ ョ ンは LOW から HIGH への遷移で終了

CK、
CK# 入力

差動クロック。 コマンド－アドレス／データの情報は CK と CK# 信号の交差に対してタイ ミングが
定義される入力または出力。 3.0V のデバイスでは CK# は使用されず、 シングルエンド CK のみが使
用される 

PSC、
PSC# 入力

位相シフ ト クロック。 PSC/PSC# は、 CK/CK# 入力に対して、 独立した RWDS 信号のスキューを可
能にします。 PSC# は 1.8V デバイスのみで使用されます。 書き込みト ランザクシ ョ ンの間は、 PSC 
( および PSC#) はそれぞれ HIGH と LOW に駆動する、 または両方とも LOW に駆動することが可能

RWDS 出力

読み出し－書き込みデータ  ストローブ。 読み出し ト ランザクシ ョ ン中のデータ  バイ ト出力は CK、
CK# から PSC、 PSC# への位相のシフ トに基づく RWDS のタイ ミングに整合する。 PSC、 PSC# は
RWDS の遷移を引き起こし、 それゆえに CK、 CK# から PSC、 PSC# への位相のシフ トは RWDS
エッジをデータ有効ウィンドウ内に配置するために使用される。 書き込みト ランザクシ ョ ン中は、
RWDS はデータ  マスクとして機能する入力となる。 あらゆるバス ト ランザクシ ョ ンの開始時に、
RWDS は出力となり、 追加の初期レイテンシカウン トが必要かどうかを示す
(1 = 追加レイテンシ カウン トあり、 0 = 追加レイテンシ カウン トなし )

DQ[7:0] 入力／出力
データ入力／出力。 コマンド－ アドレス／データ情報は、 読み出しと書き込みト ランザクシ ョ ン中
に、 これらの DQ 信号上に転送されます

RESET# 入力
ハードウェア リセッ ト。 LOW の時、 デバイスは自己初期化し、 アイドル状態に戻る。 RESET# が
LOW の時、 RWDS と DQ[7:0] は High-Z 状態に移る。 RESET# は弱いプルアップを含み、 RESET#
が未接続の場合に HIGH 状態にプルアップされる

VCC 電源 コア電源

VCCQ 電源 入力／出力電源

VSS 電源 コア グランド

VSSQ 電源 入力／出力のグランド

CS#

CK#
CK

PSC

DQ[7:0]
RWDS

PSC#
VSS

VSSQ

VCC

VCCQ

RESET#
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10.2  DCARS を持つ HyperRAM 製品 — FBGA 24 ボール、 5 x 5 アレイ  フ ッ トプリン ト

図 29.  24 ボール FBGA、 5 x 5 ボール フ ッ トプリン ト、 上面図 [67, 68]

10.3  DCARS を持つ HyperRAM メモリのタイ ミ ング

ここでのイラストやパラメーターは、 DCARS 機能を定義し、 位相シフ ト  クロック、 RWDS およびデータ間の関係を示すのに必
要なものだけです。

図 30.  HyperRAM メモリ DCARS タイ ミング図 [69, 70, 71, 72]

32 41

CS#RFU RESET#

B

D

E

A

C

VssCK VccCK#

RWDSRFU DQ2VssQ

DQ0DQ1 DQ3VccQ

DQ5DQ6 VccQDQ7

RFU

PSC

PSC#

DQ4

VssQ

5

CS#

CK#,CK

PSC#,PSC

RWDS

DQ[7:0]

tACC  = Access time

4 cycle latency

Command-Address

tCKD

tCSHI

tCSS tCSS

tDSV

tIS tIH

tPSCRWDS

tDQLZ

tCSH

tDSZ

tOZ

47:40 39:32 31:24 23:16 15:8 7:0

High = 2x Latency Count
Low =  1x Latency Count

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
  A

Dn+1
  B

Host drives DQ[7:0] and Memory drives RWDS

Memory drives DQ[7:0] 
and RWDS

RWDS aligned
by PSC

注 :
67. B1 は 3.0V のデバイスでは RFU となり、 1.8V のデバイスでは CK# に割り当てられます。
68. C5 は 3.0V のデバイスでは RFU となり、 1.8V のデバイスでは PSC# に割り当てられます。
69. ト ランザクシ ョ ンは CK が LOW、 CK# が HIGH 状態で開始する必要があります。 CS# は新しいト ランザクシ ョ ンが開始する前に HIGH に復帰しなければなりま

せん。
70. CK# と PSC# は 1.8V のデバイスのみで使用されます。 3V のデバイスはシングル エンド CK と PSC 入力を使用します。
71. メモリは読み出し ト ランザクシ ョ ン中に RWDS を駆動します。
72. この事例は 4 クロッ クのレイテンシコード設定を示しており、 追加の初期レイテンシを必要としません。
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図 31.  DCARS データ有効タイ ミング [73, 74, 75, 76]

注 :
77.抜き取りテストで、 100% テス トはされていません。

注 :
78.抜き取りテストで、 100% テス トはされていません。

表 30.  DCARS 読み出しタイ ミング (3.0V 時 ) [77]

パラメーター 記号
100MHz

単位Min Max

HyperRAM PSC 遷移から RWDS 遷移までの時間 tPSCRWDS 1 7 ns

CK から DQ 有効までの時間および PSC から RWDS までの時間
の差異

tPSCRWDS - tCKD -1.0 +0.5 ns

表 31.  DCARS 読み出しタイ ミング (1.8V 時 ) [78]

パラメーター 記号
133MHz 100MHz

単位Min Max Min Max

HyperRAM PSC 遷移から RWDS 遷移までの時間 tPSCRWDS 1 5.5 1 5.5 ns

CK から DQ 有効までの時間および PSC から
RWDS までの時間の差異

tPSCRWDS - tCKD -1.0 +0.5 -1.0 +0.5 ns

CS#

CK# ,CK

PSC# ,PSC

RWDS

DQ[7:0]

tCKD

tCKD

tCSS

tPSCRWDS

tDQLZ

tCSH

tDSZ

tOZtDV

tCKDI

tCKHP

Dn
 A

Dn
 B

Dn+1
  A

Dn+1
  B

RWDS and Data are driven by the memory

注 :
73. この図は 42 ページの図 28 のデータ転送部分の拡大図で、 クロック  ジッ タおよびクロックから出力までの遅延の不確実性によって影響を受けるデータ有効期間

を、 より明確に表しています。
74. CK# と PSC# は 1.8V のデバイスのみで使用されます。 3V のデバイスはシングル エンド CK と PSC 入力を使用します。
75. CK から PSC への遅延 ( 位相シフ ト ) は HyperBus マスター インターフ ェース ( ホス ト ) によって制御されます。 この位相シフ トは一般的に 40 ～ 140 度で、

RWDS に対する十分なデータ  セッ トアップ時間とホールド時間内で、 RWDS エッジをデータ有効ウィンドウに配置します。 RWDS に対するデータ  セッ トアッ
プ時間とホールド時間の要件は、 HyperBus マスター インターフェースの設計で決定され、 HyperBus スレーブ タイ ミ ング パラメーターによってはアドレス指定
されません。

76. tCKD および tCKDI の HyperBus タイ ミング パラメーターは、 データ有効期間の開始点と終了点を定義します。 tCKD および tCKDI の値は、 RWDS およびデータが
同じ電圧と温度の条件下での同じデバイスからの出力であるため、 一緒に ( 同じ比率で ) 軌跡をたどります。
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11.  注文情報

11.1  注文製品番号

注文製品番号は下記の有効な組合せで構成されています :
S27KS 064 1 DP B H I 02 0

パッケージ タイプ
0 = ト レイ  
3 = 13 インチ テープ & リール

モデル番号 ( 追加の注文オプシ ョ ン )
02 = 標準 6 x 8 x 1.0mm パッケージ (VAA024)
03 = DDR 中央揃え読み出しスト ローブ (DCARS) 6 x 8 x 1.0mm パッケージ 

(VAA024)

温度範囲／グレード
I = 産業用 (–40°C ～ +85°C)
V = 産業用拡張 (–40°C ～ +105°C)
A = 車載向け、 AEC-Q100 グレード 3 (–40°C ～ +85°C)
B = 車載向け、 AEC-Q100 グレード 2 (–40°C ～ +105 °C)

パッケージ材料
H = 低ハロゲン、 鉛 (Pb) フリー

パッケージ タイプ
B = 24 ボール FBGA、 1.00mm ピッチ (5x5 ボール フ ッ トプリン ト )

速度
DA = 100MHz
DG = 133MHz
DP = 166MHz

デバイス技術
1 = 63nm DRAM プロセス テク ノロジ

メモリ容量
064 = 64 M ビッ ト
128 = 128 M ビッ ト

デバイス ファ ミ リ
S27KS, S70KS
サイプレス メモリ  1.8V のみ、 HyperRAM セルフリフレッシュ DRAM
S27KL, S70KL 
サイプレス メモリ 3.0V のみ、 HyperRAM セルフリフレッシュ DRAM
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11.2  有効な組合せ

このセクシ ョ ンに記載されているすべての注文品番は、 新規設計 (NRND) には推奨されません。

第 2 世代 HyperRAM (HyperRAM 2.0) の同等の 64Mb 製品オプシ ョ ンについては、 AN226137 - S27KL0641/S27KS0641 から
S27KL0642/S27KS0642 への移行を参照して ください。

第 2 世代 HyperRAM (HyperRAM 2.0) の同等の 128Mb の製品オプシ ョ ンについては、 AN229785 - Migrating from S70KL1281/
S70KS1281 to S70KL1282/S70KS1282 を参照して ください。

推奨の組合せは、 量産対応が計画されている構成をリスト したものです。 新しい組合せがリ リースされると、 下記の表も更新され
ます。 ご使用になる組合せの有無、 ならびに新たにリ リースされる組合せについては担当営業までお問い合わせく ださい。

表 32.  有効な組合わせ — 標準 (NRND)

デバイス 
ファ ミ リ

メモリ容
量

技術 速度
パッケージ、

材料および温度
モデル番号

パッケー
ジ タイプ

注文製品番号
パッケージ 
マーキング

S27KL 064 1 DA BHI 02 0 S27KL0641DABHI020 7KL0641DAHI02
S27KL 064 1 DA BHI 02 3 S27KL0641DABHI023 7KL0641DAHI02
S27KL 064 1 DA BHV 02 0 S27KL0641DABHV020 7KL0641DAHV02
S27KL 064 1 DA BHV 02 3 S27KL0641DABHV023 7KL0641DAHV02
S70KL 128 1 DA BHI 02 0 S70KL1281DABHI020 7KL1281DAHI02
S70KL 128 1 DA BHI 02 3 S70KL1281DABHI023 7KL1281DAHI02
S70KL 128 1 DA BHV 02 0 S70KL1281DABHV020 7KL1281DAHV02
S70KL 128 1 DA BHV 02 3 S70KL1281DABHV023 7KL1281DAHV02

S27KS 064 1 DP BHI 02 0 S27KS0641DPBHI020 7KS0641DPHI02
S27KS 064 1 DP BHI 02 3 S27KS0641DPBHI023 7KS0641DPHI02
S27KS 064 1 DP BHV 02 0 S27KS0641DPBHV020 7KS0641DPHV02
S27KS 064 1 DP BHV 02 3 S27KS0641DPBHV023 7KS0641DPHV02
S70KS 128 1 DP BHI 02 0 S70KS1281DPBHI020 7KS1281DPHI02
S70KS 128 1 DP BHI 02 3 S70KS1281DPBHI023 7KS1281DPHI02
S70KS 128 1 DP BHV 02 0 S70KS1281DPBHV020 7KS1281DPHV02
S70KS 128 1 DP BHV 02 3 S70KS1281DPBHV023 7KS1281DPHV02

https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0d39a65766ea
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0d39a65766ea
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7e7124d1017eb8fba9bb258c
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7e7124d1017eb8fba9bb258c
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表 33.  有効な組合わせ — DCARS (NRND)

デバイス 
ファ ミ リ

メモリ容
量

技術 速度
パッケージ、

材料および温度
モデル番号

パッケージ 
タイプ

注文製品番号
パッケージ 
マーキング

S27KL 064 1 DA BHI 03 0 S27KL0641DABHI030 7KL0641DAHI03
S27KL 064 1 DA BHI 03 3 S27KL0641DABHI033 7KL0641DAHI03
S27KL 064 1 DA BHV 03 0 S27KL0641DABHV030 7KL0641DAHV03
S27KL 064 1 DA BHV 03 3 S27KL0641DABHV033 7KL0641DAHV03
S70KL 128 1 DA BHI 03 0 S70KL1281DABHI030 7KL1281DAHI03
S70KL 128 1 DA BHI 03 3 S70KL1281DABHI033 7KL1281DAHI03
S70KL 128 1 DA BHV 03 0 S70KL1281DABHV030 7KL1281DAHV03
S70KL 128 1 DA BHV 03 3 S70KL1281DABHV033 7KL1281DAHV03

S27KS 064 1 DA BHI 03 0 S27KS0641DABHI030 7KS0641DAHI03
S27KS 064 1 DA BHI 03 3 S27KS0641DABHI033 7KS0641DAHI03
S27KS 064 1 DA BHV 03 0 S27KS0641DABHV030 7KS0641DAHV03
S27KS 064 1 DA BHV 03 3 S27KS0641DABHV033 7KS0641DAHV03
S70KS 128 1 DA BHI 03 0 S70KS1281DABHI030 7KS1281DAHI03
S70KS 128 1 DA BHI 03 3 S70KS1281DABHI033 7KS1281DAHI03
S70KS 128 1 DA BHV 03 0 S70KS1281DABHV030 7KS1281DAHV03
S70KS 128 1 DA BHV 03 3 S70KS1281DABHV033 7KS1281DAHV03

S27KS 064 1 DG BHI 03 0 S27KS0641DGBHI030 7KS0641DGHI03
S27KS 064 1 DG BHI 03 3 S27KS0641DGBHI033 7KS0641DGHI03
S27KS 064 1 DG BHV 03 0 S27KS0641DGBHV030 7KS0641DGHV03
S27KS 064 1 DG BHV 03 3 S27KS0641DGBHV033 7KS0641DGHV03
S70KS 128 1 DG BHI 03 0 S70KS1281DGBHI030 7KS1281DGHI03
S70KS 128 1 DG BHI 03 3 S70KS1281DGBHI033 7KS1281DGHI03
S70KS 128 1 DG BHV 03 0 S70KS1281DGBHV030 7KS1281DGHV03
S70KS 128 1 DG BHV 03 3 S70KS1281DGBHV033 7KS1281DGHV03
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11.3  有効な組み合わせ — 車載向けグレード／ AEC-Q100
このセクシ ョ ンに記載されているすべての注文品番は、 新規設計 (NRND) には推奨されません。

第 2 世代 HyperRAM （HyperRAM 2.0） の同等の 64Mb 製品オプシ ョ ンについては、 AN226137 - S27KL0641/S27KS0641 から
S27KL0642/S27KS0642 への移行を参照して ください。

第 2 世代 HyperRAM （HyperRAM 2.0） の同等の 128Mb の製品オプシ ョ ンについては、 AN229785 - Migrating from S70KL1281/
S70KS1281 to S70KL1282/S70KS1282 を参照して ください。

以下の表は車載向けグレード／ AEC-Q100 を備えた量産対応できるようにするために計画されている構成を示します。 新しい組
み合せがリ リースされると、 表が更新されます。 ご使用になる組合せの有無、 ならびに新たにリ リースされる組合せについては担
当営業までお問い合わせください。

生産部品承認プロセス (PPAP) 対応は AEC-Q100 グレード製品のみに提供されます。

ISO/TS-16949 準拠を必要とするエンドユース アプリケーシ ョ ンに使用される製品は PPAP と組合わせた AEC-Q100 グレード製
品でなければなりません。 非 AEC-Q100 グレード製品は製造または ISO/TS-16949 要件に完全に準拠して記載されていません。

AEC-Q100 グレード製品は ISO/TS-16949 準拠を必要としないエンドユース アプリケーシ ョ ンのために、 PPAP サポートなしでも
提供されています。

表 34.  有効な組合わせ — 車載向けグレード／ AEC-Q100 (NRND)

デバイス 
ファ ミ リ

メモリ容
量

技術 速度
パッケージ、

材料および温度
モデル番号

パッケージ 
タイプ

注文製品番号
パッケージ 
マーキング

S27KL 064 1 DA BHA 02 0 S27KL0641DABHA020 7KL0641DAHA02
S27KL 064 1 DA BHA 02 3 S27KL0641DABHA023 7KL0641DAHA02
S27KL 064 1 DA BHB 02 0 S27KL0641DABHB020 7KL0641DAHB02
S27KL 064 1 DA BHB 02 3 S27KL0641DABHB023 7KL0641DAHB02
S70KL 128 1 DA BHA 02 0 S70KL1281DABHA020 7KL1281DAHA02
S70KL 128 1 DA BHA 02 3 S70KL1281DABHA023 7KL1281DAHA02
S70KL 128 1 DA BHB 02 0 S70KL1281DABHB020 7KL1281DAHB02
S70KL 128 1 DA BHB 02 3 S70KL1281DABHB023 7KL1281DAHB02

S27KS 064 1 DP BHA 02 0 S27KS0641DPBHA020 7KS0641DPHA02
S27KS 064 1 DP BHA 02 3 S27KS0641DPBHA023 7KS0641DPHA02
S27KS 064 1 DP BHB 02 0 S27KS0641DPBHB020 7KS0641DPHB02
S27KS 064 1 DP BHB 02 3 S27KS0641DPBHB023 7KS0641DPHB02
S70KS 128 1 DP BHA 02 0 S70KS1281DPBHA020 7KS1281DPHA02
S70KS 128 1 DP BHA 02 3 S70KS1281DPBHA023 7KS1281DPHA02
S70KS 128 1 DP BHB 02 0 S70KS1281DPBHB020 7KS1281DPHB02
S70KS 128 1 DP BHB 02 3 S70KS1281DPBHB023 7KS1281DPHB02

https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0d39a65766ea
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7cdc391c017d0d39a65766ea
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7e7124d1017eb8fba9bb258c
https://www.infineon.com/cms/jp/product/memories/psram-pseudostatic-dram/hyperbus-memory/#!?fileId=8ac78c8c7e7124d1017eb8fba9bb258c
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表 35.  有効な組合わせ — DCARS 車載向けグレード／ AEC-Q100 (NRND)

デバイス 
ファ ミ リ

メモリ容
量

技術 速度
パッケージ、 材
料および温度

モデル番号
パッケージ 

タイプ
注文製品番号

パッケージ 
マーキング

S27KL 064 1 DA BHA 03 0 S27KL0641DABHA030 7KL0641DAHA03
S27KL 064 1 DA BHA 03 3 S27KL0641DABHA033 7KL0641DAHA03
S27KL 064 1 DA BHB 03 0 S27KL0641DABHB030 7KL0641DAHB03
S27KL 064 1 DA BHB 03 3 S27KL0641DABHB033 7KL0641DAHB03
S70KL 128 1 DA BHA 03 0 S70KL1281DABHA030 7KL1281DAHA03
S70KL 128 1 DA BHA 03 3 S70KL1281DABHA033 7KL1281DAHA03
S70KL 128 1 DA BHB 03 0 S70KL1281DABHB030 7KL1281DAHB03
S70KL 128 1 DA BHB 03 3 S70KL1281DABHB033 7KL1281DAHB03

S27KS 064 1 DA BHA 03 0 S27KS0641DABHA030 7KS0641DAHA03
S27KS 064 1 DA BHA 03 3 S27KS0641DABHA033 7KS0641DAHA03
S27KS 064 1 DA BHB 03 0 S27KS0641DABHB030 7KS0641DAHB03
S27KS 064 1 DA BHB 03 3 S27KS0641DABHB033 7KS0641DAHB03
S70KS 128 1 DA BHA 03 0 S70KS1281DABHA030 7KS1281DAHA03
S70KS 128 1 DA BHA 03 3 S70KS1281DABHA033 7KS1281DAHA03
S70KS 128 1 DA BHB 03 0 S70KS1281DABHB030 7KS1281DAHB03
S70KS 128 1 DA BHB 03 3 S70KS1281DABHB033 7KS1281DAHB03

S27KS 064 1 DG BHA 03 0 S27KS0641DGBHA030 7KS0641DGHA03
S27KS 064 1 DG BHA 03 3 S27KS0641DGBHA033 7KS0641DGHA03
S27KS 064 1 DG BHB 03 0 S27KS0641DGBHB030 7KS0641DGHB03
S27KS 064 1 DG BHB 03 3 S27KS0641DGBHB033 7KS0641DGHB03
S70KS 128 1 DG BHA 03 0 S70KS1281DGBHA030 7KS1281DGHA03
S70KS 128 1 DG BHA 03 3 S70KS1281DGBHA033 7KS1281DGHA03
S70KS 128 1 DG BHB 03 0 S70KS1281DGBHB030 7KS1281DGHB03
S70KS 128 1 DG BHB 03 3 S70KS1281DGBHB033 7KS1281DGHB03
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12.  改訂履歴

文書名 : S27KL0641/S27KS0641/S70KL1281/S70KS1281、3.0V/1.8V 64M ビッ ト  (8M バイ ト ) HyperRAM™ セルフリフレッ
シュ DRAM
文書番号 : 001-99462 
版 ECN 番号 発行日 変更内容

** 4898992 08/30/2015 これは英語版 001-97964 Rev. *C を翻訳した日本語版 001-99462 Rev. ** です。

*A 5497923 10/28/2016 これは英語版 001-97964 Rev. *G を翻訳した日本語版 001-99462 Rev. *A です。

*B 6384959 11/15/2018 これは英語版 001-97964 Rev. *L を翻訳した日本語版 001-99462 Rev. *B です。

*C 6733996 11/26/2019 これは英語版 001-97964 Rev. *M を翻訳した日本語版 001-99462 Rev. *C です。

*D 7753727 04/21/2022 これは英語版 001-97964 Rev. *N を翻訳した日本語版 001-99462 Rev. *D です。
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ワールドワイ ド販売と設計サポート

サイプレスは、事業所、ソリューション センター、メーカー代理店、および販売代理店の世界的なネットワークを保持していま
す。お客様の最寄りのオフィスについては、サイプレスのロケーション ページをご覧ください。
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